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ABSTRACTED-PUB-NO: DE19543555A 

BASIC- ABSTRACT: A roller is claimed which has a rubber 
coating consisting of a 

vulcanisate of (A) 25-95 wt . % of a copolymer rubber formed 
from (i) 28-70 mol.% 

alkylene oxide, (ii) 28-70 mol.% epihalohydrin and (iii) 
2-15 mol.% 

ethylenically unsatd. epoxide; and (B) 75-5 wt . % unsatd. 
rubber. Also 

claimed are: (1) a compsn. suitable for such a coating 
comprising the above (A) 

+ (B) compsn. together with 0.1-5 wt.% S- or peroxide-type 
vulcaniser; and (2) 

an electrostatic latent imaging appts. using a 1-component 
non- magnetic 

developer, with the developer roller contacting the 

photosensitive element 

being the above rubber- coated roller. 

ADVANTAGE - The rubber coating is of low hardness; it does 
not contaminate the 

photosensitive element and has a low stable elec. 

resistance wit little effect 

on the resistance by the environment. 

ABSTRACTED -PUB -NO: GB 22 96244B 

EQUIVALENT-ABSTRACTS: A roller is claimed which has a 
rubber coating consisting 

of a vulcanisate of (A) 25-95 wt.% of a copolymer rubber 
formed from (i) 2 8-70 

mol.% alkylene oxide, (ii) 28-70 mol.% epihalohydrin and 
(iii) 2-15 mol.% 

ethylenically unsatd. epoxide; and (B) 75-5 wt.% unsatd. 
rubber. Also 

claimed are: (1) a compsn. suitable for such a coating 
comprising the above (A) 

+ (B) compsn. together with 0.1-5 wt.% S- or peroxide- type 



vulcaniser; and (2) 

an electrostatic latent imaging appts. using a 1-component 
non- magnetic 

developer, with the developer roller contacting the 

photosensitive element 

being the above rubber- coated roller. 

ADVANTAGE - The rubber coating is of low hardness; it does 
not contaminate the 

photosensitive element and has a low stable elec. 

resistance wit little effect 

on the resistance by the environment. 

US 5733235A 

A roller is claimed which has a rubber coating consisting 
of a vulcanisate of 

(A) 25-95 wt.% of a copolymer rubber formed from (i) 28-70 
mol . % alkylene 

oxide, (ii) 28-70 mol.% epihalohydrin and (iii) 2-15 mol.% 
ethylenically 

unsatd. epoxide; and (B) 75-5 wt.% unsatd. rubber. Also 
claimed are: (1) a 

compsn. suitable for such a coating comprising the above 
(A) + (B) compsn. 

together with 0.1-5 wt.% S- or peroxide- type vulcaniser; 
and (2) an 

electrostatic latent imaging appts. using a 1-component 
non-magnetic developer, 

with the developer roller contacting the photosensitive 
element being the above 
rubber-coated roller. 

ADVANTAGE - The rubber coating is of low hardness; it does 
not contaminate the 

photosensitive element and has a low stable elec. 

resistance wit little effect 

on the resistance by the environment. 

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/2 Dwg.0/2 

TITLE-TERMS: 

RUBBER COATING ROLL ELECTROSTATIC DEVELOP RUBBER COMPRISE 
VULCANISATION MIXTURE 

ALKYLENE POL YE P I HALOH YDR I N UNSATURATED POLYEPOXIDE 
COPOLYMER RUBBER UNSATURATED 
NITRILE RUBBER 



DERWENT- CLASS : A12 A17 A25 A88 P73 P78 P84 Q62 S06 

CPI-CODES: A04-F01A; A05-A01E; A05-H01B; A05-H04; A07-A04; 

A08-C04; A08-C05; 

A11-C02A; A12-H11; A12-L05C1; 

EP I -CODES: S06-A04A2; 

ENHANCED- POLYMER- INDEXING : 
Polymer Index [1.1] 

018 ; H0033 H0011 ; G1558*R D01 F47 ; G1570*R G1558 D01 
Dll D10 

D23 D22 D31 D42 D50 D69 D73 D83 F47 7A ; G0806 G0022 
D01 D51 D53 

G0022*R D12 D10 D58 D23 D22 D31 D73 D42 D84 F47 ; P0055 
; P0975*R 

P0964 F34 D01 D10 ; H0124*R ; M9999 M2073 ; L9999 L2391 
; L9999 

L2073 ; M9999 M2255 M2222 ; M9999 M2777 ; M9999 M2802 ; 
L9999 L2391 

; L9999 L2802 ; L9999 L2255 L2222 ; L9999 L2777 ; L9999 
L2437*R 

; M9999 M2437*R ; K9869 K9847 K9790 
Polymer Index [1.2] 

018 ; H0033 H0011 ; G1558*R D01 F47 ; G1570*R G1558 D01 
Dll D10 

D23 D22 D31 D42 D50 D69 D73 D83 F47 7A ; R00799 G0340 
G0339 G0260 

G0022 D01 Dll D10 D12 D23 D22 D26 D31 D42 D51 D53 D58 
D63 D73 D86 

F47 F41 F89 ; P0055 ; P0975*R P0964 F34 D01 D10 ; 
H0124*R ; M9999 

M2073 ; L9999 L2391 ; L9999 L2073 ; M9999 M2255 M2222 ; 
M9999 M2777 

; M9999 M2802 ; L9999 L2391 ; L9999 L2802 ; L9999 L2255 
L2222 ; 

L9999 L2777 ; L9999 L2437*R ; M9999 M2437*R ; K9869 
K9847 K9790 

; P008 8 
Polymer Index [1.3] 

018 ; H0033 H0011 ; G1558*R D01 F47 ; G1570*R G1558 D01 
Dll D10 

D23 D22 D31 D42 D50 D69 D73 D83 F47 7A ; R00800 G0384 
G0339 G0260 

G0022 D01 Dll D10 D12 D23 D22 D26 D31 D42 D51 D53 D58 
D63 D73 D87 

F47 F41 F89 ; P0055 ; P0975*R P0964 F34 D01 D10 ; 
H0124*R ; M9999 



M2073 ; L9999 L2391 ; L9999 L2073 ; M9999 M2255 M2222 ; 
M9999 Willi 

; M9999 M2802 ; L9999 L2391 ; L9999 L2802 ; L9999 L2255 
L2222 ; 

L9999 L2777 ; L9999 L2437*R ; M9999 M2437*R ; K9869 
K9847 K9790 

; P0088 
Polymer Index [1.4] 

018 ; H0033 H0011 ; G1558*R D01 F47 ; G1570*R G1558 D01 
Dll D10 

D23 D22 D31 D42 D50 D69 D73 D83 F47 7A ; R10657 G0726 
G0715 G0022 

DOl Dll D10 D12 D23 D22 D27 D31 D42 D51 D53 D58 D73 D86 
F47 F34 

; P0055 ; P0975*R P0964 F34 DOl D10 ; H0124*R ; M9999 
M2073 ; L9999 

L2391 ; L9999 L2073 ; M9999 M2255 M2222 ; M9999 M2777 ; 
M9999 M2802 

; L9999 L2391 ; L9999 L2802 / L9999 L2255 L2222 ; L9999 
L2777 ; 

L9999 L2437*R ; M9999 M2437*R ; K9869 K9847 K9790 
Polymer Index [1.5] 

018 ; H0033 H0011 ; G1558*R DOl F47 ; R0079.8 G1570 
G1558 DOl Dll 

D10 D23 D22 D31 D42 D50 D69 D73 D83 F47 Cl 7A / G0806 
G0022 DOl 

D51 D53 G0022*R D12 D10 D58 D23 D22 D31 D73 D42 D84 F47 
; P0055 

; P0975*R P0964 F34 DOl D10 ; H0124*R ; M9999 M2073 ; 
L9999 L2391 

; L9999 L2073 / M9999 M2255 M2222 ; M9999 M2777 ; M9999 
M28 02 ; 

L9999 L2391 ; L9999 L2802 / L9999 L2255 L2222 / L9999 
L2777 ; L9999 

L2437*R ; M9999 M2437*R ; K9869 K9847 K9790 
Polymer Index [1.6] 

018 ; H0033 H0011 ; G1558*R DOl F47 ; R00798 G1570 
G1558 DOl Dll 

D10 D23 D22 D31 D42 D50 D69 D73 D83 F47 Cl 7A ; R00799 
G0340 G0339 

G0260 G0022 DOl Dll D10 D12 D23 D22 D26 D31 D42 D51 D53 
D58 D63 

D73 D86 F47 F41 F89 ; P0055 ; P0975*R P0964 F34 DOl D10 
; H0124*R 

; M9999 M2073 ; L9999 L2391 ; L9999 L2073 ; M9999 M2255 
M2222 ; 

M9999 M2777 ; M9999 M2802 ; L9999 L2391 ; L9999 L2802 ; 
L9999 L2255 



L2222 ; L9999 L2777 ; L9999 L2437*R ; M9999 M2437*R ; 
K9869 K9847 

K9790 ; P0088 
Polymer Index [1.7] 

018 ; H0033 H0011 ; G1558*R D01 F47 ; R00798 G1570 
G1558 D01 Dll 

D10 D23 D22 D31 D42 D50 D69 D73 D83 F47 Cl 7A ; R00800 
G0384 G0339 

G0260 G0022 D01 Dll D10 D12 D23 D22 D26 D31 D42 D51 D53 
D58 D63 

D73 D87 F47 F41 F89 ; P0055 ; P0975*R P0964 F34 D01 D10 
; H0124*R 

; M9999 M2073 ; L9999 L2391 ; L9999 L2073 ; M9999 M2255 
M2222 ; 

M9999 M2777 ; M9999 M2802 ; L9999 L2391 ; L9999 L2802 ; 
L9999 L2255 

L2222 ; L9999 L2777 ; L9999 L2437*R ; M9999 M2437*R ; 
K9869 K9847 

K9790 ; P0088 
Polymer Index [1.8] 

018 ; H0033 H0011 ; G1558*R D01 F47 ; R00798 G1570 
G1558 D01 Dll 

D10 D23 D22 D31 D42 D50 D69 D73 D83 F47 Cl 7A ; R10657 
G0726 G0715 

G0022 D01 Dll D10 D12 D23 D22 D27 D31 D42 D51 D53 D58 
D73 D86 F47 

F34 ; P0055 ; P0975*R P0964 F34 D01 D10 ; H0124*R ; 
M9999 M2073 

; L9999 L2391 ; L9999 L2073 ; M9999 M2255 M2222 ; M9999 
M2777 ; 

M9999 M2802 ; L9999 L2391 ; L9999 L2802 ; L9999 L2255 
L2222 ; L9999 

L2777 / L9999 L2437*R ; M9999 M2437*R ; K9869 K9847 
K9790 

Polymer Index [1.9] 

018 ; H0033 H0011 ; R00351 G1558 D01 D23 D22 D31 D42 
D50 D73 D82 

F47 ; G1570*R G1558 D01 Dll D10 D23 D22 D31 D42 D50 D69 
D73 D83 

F47 7A ; G0806 G0022 D01 D51 D53 G0022*R D12 D10 D58 
D23 D22 D31 

D73 D42 D84 F47 ; P0055 ; P0975*R P0964 F34 D01 D10 ; 
H0124*R ; 

M9999 M2073 ; L9999 L2391 / L9999 L2073 ; M9999 M2255 
M2222 ; M9999 

M2777 ; M9999 M2802 ; L9999 L2391 ; L9999 L2802 ; L9999 
L2255 L2222 

; L9999 L2777 ; L9999 L2437*R ; M9999 M2437*R ; K9869 



K9847 K9790 

Polymer Index [1.10] 

018 ; H0033 H0011 ; R00351 G1558 D01 D23 D22 D31 D42 
D50 D73 D82 

F47 ; G1570*R G1558 D01 Dll D10 D23 D22 D31 D42 D50 D69 
D73 D83 

F47 7A ; R00799 G0340 G0339 G0260 G0022 D01 Dll D10 D12 
D23 D22 

D26 D31 D42 D51 D53 D58 D63 D73 D86 F47 F41 F89 ; P0055 
; P0975*R 

P0964 F34 D01 D10 / H0124*R ; M9999 M2073 ; L9999 L2391 
; L9999 

L2073 ; M9999 M2255 M2222 ; M9999 M2777 ; M9999 M2802 ; 
L9999 L2391 

; L9999 L2802 ; L9999 L2255 L2222 ; L9999 L2777 ; L9999 
L2437*R 

; M9999 M2437*R ; K9869 K9847 K9790 ; P0088 
Polymer Index [1.11] 

018 ; H0033 H0011 ; R00351 G1558 D01 D23 D22 D31 D42 
D50 D73 D82 

F47 ; G1570*R G1558 D01 Dll D10 D23 D22 D31 D42 D50 D69 
D73 D83 

F47 7A ; R00800 G0384 G0339 G0260 G0022 D01 Dll D10 D12 
D23 D22 

D26 D31 D42 D51 D53 D58 D63 D73 D87 F47 F41 F89 ; P0055 
; P0975*R 

P0964 F34 D01 D10 ; H0124*R / M9999 M2073 ; L9999 L2391 
; L9999 

L2073 ; M9999 M2255 M2222 ; M9999 M2777 / M9999 M2802 ; 
L9999 L2391 

; L9999 L2802 ; L9999 L2255 L2222 ; L9999 L2777 ; L9999 
L2437*R 

; M9999 M2437*R ; K9869 K9847 K9790 ; P0088 
Polymer Index [1.12] 

018 ; H0033 H0011 ; R00351 G1558 D01 D23 D22 D31 D42 
D50 D73 D82 

F47 ; G1570*R G1558 DOl Dll D10 D23 D22 D31 D42 D50 D69 
D73 D83 

F47 7A ; R10657 G0726 G0715 G0022 DOl Dll D10 D12 D23 
D22 D27 D31 

D42 D51 D53 D58 D73 D86 F47 F34 ; P0055 ; P0975*R P0964 
F34 DOl 

D10 ; H0124*R ; M9999 M2073 ; L9999 L2391 ; L9999 L2073 
; M9999 

M2255 M2222 ; M9999 M2777 ; M9999 M2802 ; L9999 L2391 ; 
L9999 L2802 

; L9999 L2255 L2222 ; L9999 L2777 ; L9999 L2437*R ; 
M9999 M2437*R 



; K9869 K9847 K9790 
Polymer Index [1.13] 

018 ; H0033 H0011 ; R00351 G1558 D01 D23 D22 D31 D42 
D50 D73 D82 

F47 ; R00798 G1570 G1558 D01 Dll D10 D23 D22 D31 D42 
D50 D69 D73 

D83 F47 CI 7A ; G0806 G0022 D01 D51 D53 G0022*R D12 D10 
D58 D23 

D22 D31 D73 D42 D84 F47 ; P0055 ; P0975*R P0964 F34 D01 
D10 ; H0124*R 

; M9999 M2073 ; L9999 L2391 ; L9999 L2073 ; M9999 M2255 
M2222 ; 

M9999 M2777 ; M9999 M2802 ; L9999 L2391 ; L9999 L2802 ; 
L9999 L2255 

L2222 ; L9999 L2777 ; L9999 L2437*R ; M9999 M2437*R ; 
K9869 K9847 
K9790 

Polymer Index [1.14] 

018 ; H0033 H0011 ; R00351 G1558 D01 D23 D22 D31 D42 
D50 D73 D82 

F47 ; R00798 G1570 G1558 D01 Dll D10 D23 D22 D31 D42 
D50 D69 D73 

D83 F47 CI 7A ; R00799 G0340 G0339 G0260 G0022 D01 Dll 
D10 D12 D23 

D22 D26 D31 D42 D51 D53 D58 D63 D73 D86 F47 F41 F89 ; 
P0055 ; P0975*R 

P0964 F34 D01 D10 ; H0124*R ; M9999 M2073 ; L9999 L2391 
; L9999 

L2073 ; M9999 M2255 M2222 / M9999 M2777 ; M9999 M2802 ; 
L9999 L2391 

/ L9999 L2802 / L9999 L2255 L2222 ; L9999 L2777 ; L9999 
L2437*R 

. M9999 M2437*R ; K9869 K9847 K9790 ; P0088 
Polymer Index [1.15] 

018 ; H0033 H0011 ; R00351 G1558 D01 D23 D22 D31 D42 
D50 D73 D82 

F47 ; R00798 G1570 G1558 D01 Dll D10 D23 D22 D31 D42 
D50 D69 D73 

D83 F47 CI 7A ; R00800 G0384 G0339 G0260 G0022 D01 Dll 
D10 D12 D23 

D22 D26 D31 D42 D51 D53 D58 D63 D73 D87 F47 F41 F89 ; 
P0055 ; P0975*R 

P0964 F34 D01 D10 ; H0124*R ; M9999 M2073 ; L9999 L2391 
; L9999 

L2073 ; M9999 M2255 M2222 ; M9999 M2777 ; M9999 M2802 / 
L9999 L2391 

/ L9999 L2802 ; L9999 L2255 L2222 ; L9999 L2777 / L9999 
L2437*R 



/ M9999 M2437*R / K9869 K9847 K9790 ; P0088 
Polymer Index [1.16] 

018 ; H0033 H0011 ; R00351 G1558 D01 D23 D22 D31 D42 
D50 D73 D82 

F47 ; R00798 G1570 G1558 D01 Dll D10 D23 D22 D31 D42 
D50 D69 D73 

D83 F47 CI 7A ; R10657 G0726 G0715 G0022 D01 Dll D10 
D12 D23 D22 

D27 D31 D42 D51 D53 D58 D73 D86 F47 F34 ; P0055 ; 
P0975*R P0964 

F34 D01 D10 ; H0124*R ; M9999 M2073 ; L9999 L2391 ; 
L9999 L2073 

; M9999 M2255 M2222 / M9999 M2777 ; M9999 M2802 ; L9999 
L2391 / 

L9999 L2802 ; L9999 L2255 L2222 ; L9999 L2777 ; L9999 
L2437*R ; 

M9999 M2437*R ; K9869 K9847 K9790 
Polymer Index [1.17] 

018 ; H0033 H0011 ; R00370 G1558 D01 Dll D10 D23 D22 
D31 D42 D50 

D73 D83 F47 ; G1570*R G1558 D01 Dll D10 D23 D22 D31 D42 
D50 D69 

D73 D83 F47 7A ; G0806 G0022 D01 D51 D53 G0022*R D12 
D10 D58 D23 

D22 D31 D73 D42 D84 F47 ; P0055 ; P0975*R P0964 F34 D01 
D10 ; H0124*R 

; M9999 M2073 ; L9999 L2391 / L9999 L2073 ; M9999 M2255 
M2222 ; 

M9999 M2777 ; M9999 M2802 ; L9999 L2391 ; L9999 L2802 ; 
L9999 L2255 

L2222 ; L9999 L2777 / L9999 L2437*R ; M9999 M2437*R ; 
K9869 K9847 
K9790 

Polymer Index [1.18] 

018 ; H0033 H0011 ; R00370 G1558 D01 Dll D10 D23 D22 
D31 D42 D50 

D73 D83 F47 ; G1570*R G1558 D01 Dll D10 D23 D22 D31 D42 
D50 D69 

D73 D83 F47 7A ; R00799 G0340 G0339 G0260 G0022 D01 Dll 
D10 D12 

D23 D22 D26 D31 D42 D51 D53 D58 D63 D73 D86 F47 F41 F89 
; P0055 

; P0975*R P0964 F34 D01 D10 ; H0124*R ; M9999 M2073 ; 
L9999 L2391 

; L9999 L2073 ; M9999 M2255 M2222 ; M9999 M2777 ; M9999 
M2 8 02 ; 

L9999 L2391 ; L9999 L2802 ; L9999 L2255 L2222 ; L9999 
L2777 / L9999 



L2437*R ; M9999 M2437*R ; K9869 K9847 K9790 ; P0088 
Polymer Index [1.19] 

018 ; H0033 H0011 ; R00370 G1558 D01 Dll D10 D23 D22 
D31 D42 D50 

D73 D83 F47 ; G1570*R G1558 D01 Dll D10 D23 D22 D31 D42 
D50 D69 

D73 D83 F47 7A ; R00800 G0384 G0339 G0260 G0022 D01 Dll 
D10 D12 

D23 D22 D26 D31 D42 D51 D53 D58 D63 D73 D87 F47 F41 F89 
; P0055 

; P0975*R P0964 F34 D01 D10 ; H0124*R ; M9999 M2073 ; 
L9999 L2391 

; L9999 L2073 ; M9999 M2255 M2222 ; M9999 Willi ; M9999 
M2802 ; 

L9999 L2391 ; L9999 L2802 ; L9999 L2255 L2222 ; L9999 
L2777 ; L9999 

L2437*R ; M9999 M2437*R ; K9869 K9847 K9790 ; P0088 
Polymer Index [1.20] 

018 ; H0033 H0011 ; R00370 G1558 D01 Dll D10 D23 D22 
D31 D42 D50 

D73 D83 F47 ; G1570*R G1558 D01 Dll D10 D23 D22 D31 D42 
D50 D69 

D73 D83 F47 7A / R10657 G0726 G0715 G0022 D01 Dll D10 
D12 D23 D22 

D27 D31 D42 D51 D53 D58 D73 D86 F47 F34 ; P0055 ; 
P0975*R P0964 

F34 D01 D10 ; H0124*R ; M9999 M2073 ; L9999 L2391 ; 
L9999 L2073 

; M9999 M2255 M2222 ; M9999 M2777 ; M9999 M2802 ; L9999 
L2391 ; 

L9999 L2802 ; L9999 L2255 L2222 ; L9999 L2777 ; L9999 
L2437*R ; 

M9999 M2437*R ; K9869 K9847 K9790 
Polymer Index [1.21] 

018 ; H0033 H0011 ; R00370 G1558 D01 Dll D10 D23 D22 
D31 D42 D50 

D73 D83 F47 ; R00798 G1570 G1558 D01 Dll D10 D23 D22 
D31 D42 D50 

D69 D73 D83 F47 Cl 7A ; G0806 G0022 D01 D51 D53 G0022*R 
D12 D10 

D58 D23 D22 D31 D73 D42 D84 F47 ; P0055 / P0975*R P0964 
F34 D01 

D10 ; H0124*R ; M9999 M2073 ; L9999 L2391 / L9999 L2073 
; M9999 

M2255 M2222 ; M9999 M2777 ; M9999 M2802 ; L9999 L2391 ; 
L9999 L2802 

; L9999 L2255 L2222 ; L9999 L2777 ; L9999 L2437*R ; 
M9999 M2437*R 



; K9869 K9847 K9790 
Polymer Index [1.22] 

018 ; H0033 H0011 ; R00370 G1558 D01 Dll D10 D23 D22 
D31 D42 D50 

D73 D83 F47 ; R00798 G1570 G1558 D01 Dll D10 D23 D22 
D31 D42 D50 

D69 D73 D83 F47 CI 7A ; R00799 G0340 G0339 G0260 G0022 
D01 Dll D10 

D12 D23 D22 D26 D31 D42 D51 D53 D58 D63 D73 D86 F47 F41 
F89 ; P0055 

; P0975*R P0964 F34 D01 D10 ; H0124*R ; M9999 M2073 ; 
L9999 L2391 

; L9999 L2073 ; M9999 M2255 M2222 ; M9999 M2777 ; M9999 
M2802 ; 

L9999 L2391 ; L9999 L2802 ; L9999 L2255 L2222 ; L9999 
L2777 ; L9999 

L2437*R ; M9999 M2437*R ; K9869 K9847 K9790 ; P0088 
Polymer Index [1.23] 

018 ; H0033 H0011 ; R00370 G1558 D01 Dll D10 D23 D22 
D31 D42 D50 

D73 D83 F47 / R00798 G1570 G1558 D01 Dll D10 D23 D22 
D31 D42 D50 

D69 D73 D83 F47 CI 7A ; R00800 G0384 G0339 G0260 G0022 
D01 Dll D10 

D12 D23 D22 D26 D31 D42 D51 D53 D58 D63 D73 D87 F47 F41 
F89 ; P0055 

; P0975*R P0964 F34 D01 D10 ; H0124*R ; M9999 M2073 ; 
L9999 L2391 

; L9999 L2073 ; M9999 M2255 M2222 ; M9999 M2777 ; M9999 
M2802 ; 

L9999 L2391 / L9999 L2802 ; L9999 L2255 L2222 ; L9999 
L2777 ; L9999 

L2437*R ; M9999 M2437*R ; K9869 K9847 K9790 ; P0088 
Polymer Index [1.24] 

018 ; H0033 H0011 ; R00370 G1558 D01 Dll D10 D23 D22 
D31 D42 D50 

D73 D83 F47 ; R00798 G1570 G1558 D01 Dll D10 D23 D22 
D31 D42 D50 

D69 D73 D83 F47 CI 7A ; R10657 G0726 G0715 G0022 D01 
Dll D10 D12 

D23 D22 D27 D31 D42 D51 D53 D58 D73 D86 F47 F34 ; P0055 
; P0975*R 

P0964 F34 D01 D10 ; H0124*R ; M9999 M2073 ; L9999 L2391 
; L9999 

L2073 ; M9999 M2255 M2222 ; M9999 M2777 ; M9999 M2802 ; 
L9999 L2391 

/ L9999 L2802 / L9999 L2255 L2222 ; L9999 L2777 ; L9999 
L2437*R 



; M9999 M2437*R ; K9869 K9847 K9790 
Polymer Index [1.25] 

018 ; R00817 G0475 G0260 G0022 D01 D12 D10 D26 D51 D53 
D58 D83 F12 

/ R00806 G0828 G0817 D01 D02 D12 D10 D51 D54 D56 D58 
D84 ; H0124*R 

; M9999 M2073 ; L9999 L2391 ; L9999 L2073 ; M9999 M2255 
M2222 ; 

M9999 M2437*R ; M9999 M2777 ; M9999 M2802 ; L9999 L2802 
; L9999 

L2255 L2222 ; L9999 L2437*R ; L9999 L2777 ; K9869 K9847 
K9790 ; 

M9999 M2722 M2711 ; H0022 H0011 ; P0328 ; P0088 ; 
P0124 ; P0135 
Polymer Index [1.26] 

018 ; G0817*R D01 D51 D54 ; R00326 G0044 G0033 G0022 
D01 D02 D12 

D10 D51 D53 D58 D82 ; R00964 G0044 G0033 G0022 D01 D02 
D12 D10 D51 

D53 D58 D83 ; H0124*R ; M9999 M2073 ; L9999 L2391 
L9999 L2073 

; M9999 M2255 M2222 ; M9999 M2437*R ; M9999 M2777 
M9999 M2802 

; L9999 L2802 ; L9999 L2255 L2222 ; L9999 L2437*R 
L9999 L2777 

; K9869 K9847 K9790 ; M9999 M2722 M2711 ; H0033 H0011 ; 
P1309 H0124 

; PI 150 
Polymer Index [1.27] 

018 ; R01079 G0828 G0817 D01 D12 D10 D51 D54 D56 D58 
D69 D84 CI 

7A ; R00429 G0828 G0817 D01 D02 D12 D10 D51 D54 D56 D58 
D85 ; H0124*R 

; M9999 M2073 ; L9999 L2391 ; L9999 L2073 ; M9999 M2255 
M2222 ; 

M9999 M2437*R ; M9999 M2777 ; M9999 M2802 ; L9999 L2802 
; L9999 

L2255 L2222 ; L9999 L2437*R ; L9999 L2777 ; K9869 K9847 
K9790 ; 

M9999 M2722 M2711 ; H0000 ; P0328 ; P0340 
Polymer Index [1.28] 

018 ; R00817 G0475 G0260 G0022 D01 D12 D10 D26 D51 D53 
D58 D83 F12 

; R00429 G0828 G0817 D01 D02 D12 D10 D51 D54 D56 D58 
D85 ; H0124*R 

. M9999 M2073 ; L9999 L2391 ; L9999 L2073 ; M9999 M2255 
M2222 ; 

M9999 M2437*R / M9999 M2777 ; M9999 M2802 ; L9999 L2802 



; L9999 

L2255 L2222 ; L9999 L2437*R / L9999 L2777 ; K9869 K9847 
K9790 / 

M9999 M2722 M2711 ; H0022 H0011 P0328 ; P0088 
Polymer Index [1.2 9] 

018 ; R00817 G0475 G0260 G0022 D01 D12 D10 D26 D51 D53 
D58 D83 F12 

; R00806 G0828 G0817 D01 D02 D12 D10 D51 D54 D56 D58 
D84 ; R00429 

G0828 G0817 D01 D02 D12 D10 D51 D54 D56 D58 D85 ; 
H0124*R ; M9999 

M2073 ; L9999 L2391 ; L9999 L2073 ; M9999 M2255 M2222 ; 
M9999 M2437*R 

; M9999 M2777 ; M9999 M2802 ; L9999 L2802 ; L9999 L2255 
L2222 ; 

L9999 L2437*R ; L9999 L2777 ; K9869 K9847 K9790 ; M9999 
M2722 M2711 

; H0033 H0011 ; P0328 ; P0088 
Polymer Index [1.30] 

018 ; R00708 G0102 G0022 D01 D02 D12 D10 D19 D18 D31 
D51 D53 D58 

D76 D88 ; R00806 G0828 G0817 D01 D02 D12 D10 D51 D54 
D56 D58 D84 

; H0124*R ; M9999 M2073 ; L9999 L2391 ; L9999 L2073 ; 
M9999 M2255 

M2222 / M9999 M2437*R ; M9999 M2777 ; M9999 M2802 ; 
L9999 L2802 

; L9999 L2255 L2222 
K9869 K9847 

K9790 ; M9999 M2722 
P1741 ; P0351 

; P0362 
Polymer Index [1.31] 

018 ; ND01 ; ND04 ; 
Q8617*R Q8606 

; Q9999 Q8651 Q8606 
K9712 K9676 

; B9999 B3827 B3747 
B4568 / K9449 

; B9999 B3407 B3383 
Polymer Index [1.32] 

018 ; Si 4A F* 7A ; 
Polymer Index [1.33] 

018 ; R01725 D00 D09 S* 6A ; A999 A157*R 
Polymer Index [1.34] 

018 ; G3247*R D01 F01 F67 Dll D10 D50 D86 ; R00122 D01 
Dll D10 D50 

D93 F36 F35 ; R01520 D00 F20 Zn 2B Tr 0* 6A ; A999 A146 



; L9999 L2437*R ; L9999 L2777 / 
M2711 ; H0022 H0011 ; P0328 ; 

K9745*R ; Q9999 Q7114*R ; Q9999 
; Q9999 Q8991 ; K9483*R ; K9676*R ; 
; B9999 B3270 B3190 / B9999 B4728 
B3372 ; B9999 B3509 B3485 B3372 
H0157 



; A999 A771 

Polymer Index [1.35] 

018 ; R01278 D00 F44 C* 4A 0* 6A Ca 2A ; A999 A237 
Polymer Index [1.36] 

018 ; D01 Dll D10 D24 D22 D32 D78 D41 D53 D51 D59 D91 
F15 ; A999 

A497 A486 
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(D Mit Gummi beschichtete Walze, Kautschukmasse und Vorrichtung fur die Herstellung von Bildern 



) Eine mit Gummi beschichtete Walze solcher Struktur, daS 
eine Gummischicht auf der OberflSche eines walzenartigen 
Grundmaterials vorgesehen ist Die Gummischicht ist eine 
Schicht, die aus einem Vuikanisat einer Kautschukmasse 
geformt worden ist, die 25 bis 95 Gew.-% Copotymeiitaut- 
schuk (A), erharten durch Copolymerisation von 28 bis 70 
Moi-% Alkyienoxid, 28 bis 70 Mol-% Epihalohydrin und 2 bis 
15 Mol-% ethyienisch ungesattigten Epoxid, und 5 bis 25 
Gew.-% ungesattigten Kautschuk (B) enthalt Die mit Gum- 
mi beschichtete Walze kontaminiert kein fotoempfindlicbes 
Element, aie besitzt einen niedrigen stabiien elektrischen 
Widerstand, die Abhangigkait des elektrischen Widerstands 
von der Umgebung ist gBring, und sie zeigt eine niedrige 
Harte. Die Erfindung betrifft wehterhin eine Btlderzeugungs- 
vorrichtung, die mit der mit Gummi beschichteten Walze als 
Entwickiungswalze oder Ladungswalze ausgeriistet ist, und 
eine Kautschukmasse fur die mit Gummi beschichtete 
Walze. 



Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Untertagen entnommon 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine mit Gumrai bedeckte Walze und insbesondere eine rait Gurami 
bedeckte Walze, die als Entwickiungswaize oder Ladungswalze geeignet ist die in Kontakt rait einem fotoerap- 
findiichen Element (das ebenf alls als bildtragendes Element oder fotoempfindliche Trommel bezeicnnet wird)in 
einer Vorrichtung zur Herstellung von Bildern, wie in einer elektrofotografischen Kopier- oder Druckvomch- 
tung, angeordnet ist Die Erfindung betrifft weiterhin eine Vorrichtung zur Herstellung von Bildern, die rait einer 
solchen mit Gumrai bedeckten Walze ausgerustet ist, und eine Kautschukmasse, die fur die Herstellung der 
Guramischichtder mit Gummi beschichteten Walze geeignet ist _ m 

Als Trockenentwickiungsverfahren in einem elektrofotografischen Entwicklungssystem sind allgemein Zwei- 
Komponenten-Entwicklungsverfahren bekannt, bei denen Zwei-Komponenten-Enrwickler, die aus einem Tra- 
ger und einem Toner (Entwickler), die miteinander vermischt sind, bestehen, verwendet werden, und Ein-Kora- 
ponenten-EntwicWungsverfahren, bei denen ein magnetischer oder nichtmagnetischer Ein-Komponenten-Ent- 

wickler verwendet wird . . 

Das Zwei-KLomponenten-Entwicklungsverfahren erfordert erne groBe und komphzierte Vomcntung zur 
Erzeugung der Bilder, und weiterhin muB das Mischverhaltnis des Tragers zu dem Toner kontrolUert werden. 
Aus diesem Grund werden Ein-Komponenten-Entwicklungsverfahren, bei denen kein Trager erforderlich ist m 
den kurzlich entwickelten kleineren Kopiervorrichtungen und Druckern verwendet Eines der Ein-Komponen- 
ten-Entwicklungsverfahren, ein nichtmagnetisches Ein-Komponenten-Entwicklungsverfahren, bei dem m der 
Vorrichtung zur Bilderzeugung kein Magnet verwendet wird, erlaubt die Verkleinerung und Verrmgerung m 
den Kosten der Bildherstellungsvorrichtung, die Bildung von Farbbildern und ahniichem. Daher wurden in den 
vergangenen Jahren viele Verbesserungen auf diesem technischen Gebiet vorgeschlagen. 

In einer Bildherstellungsvorrichtung, wie einer elektrofotografischen Kopiervorrichtung, wird ein Bud im 
allgemeinen fiber die Stufen Laden, Belichtung, Entwicklung, Ubertragung, Fixierung und Reinigung gebildet 
Genauer bezeichnet, wird in der Bildherstellungsvorrichtung das Bild fiber die ladungsstufe, bei der em foto- 
empfindliches Element gleich und einheitlich elektrisch geladen wird, die Belichtungsstuf e, bei der em elektrosta- 
tisches latentes Bild auf dem fotoempfindlichen Element durch Belichtung erzeugt wird, die Entwicklungsstuf e, 
bei der das elektrostatische latente Bfld zu einem sichtbaren Bild mit einem Entwickler (Toner) entwickelt wird, 
die Obertragungsstufe, bei der der Toner des fotoempfindlichen Elements auf ein Obertragungsmatenal fiber- 
tragen wird, die Fixierstuf e, bei der der Toner an das Obertragungsmaterial fbriert wird, und die Reinigungsstuf e, 
bei der der Toner, der auf dem fotoempfmdlichen Element nach der Obertragungsstufe verbleibt, durch Remi- 
gung entfernt wird, gebildet 

Als Bilderzeugungsvorrichtung, die bei dem nichtmagnetischen Em-Komponenten-Entwicklungsvertafaren 
verwendet wird, ist beispielsweise eine solche bekannt, wie sie in Fig. 1 dargestellt ist Em fotoempfmdhches 
Element «, auf dem ein elektrostatisches latentes Bild gebildet wird, und eine Entwickiungswaize 2 sind so 
angeordnet, dafi sie miteinander in Kontakt kommen. Ein nichtmagnetischer Ein-Komponenten-Entwickler 
(Toner) 4 wird in die Entwickiungswaize 2 zur Entwicklung des latenten Buds, welches auf dem fotoempfindli- 
chen Element 11 gebildet wurde, in ein sichtbares Bild eingeleitet Eine Entwicklerbeschickungswaize 6 ist 
benachbart zu der Entwickiungswaize 2 auf der Seite des EntwicEderbehalters 5 angeordnet Die Beschickungs- 
walze 6 rotiert in gleicher Richtung wie die Entwickiungswaize 2, um die Oberflache der Entwickiungswaize 2 
mit dem Toner 4, der in dem Entwicklerbehalter 5 gelagert wird, zu beschicbten. Eine Reguliervornchtung fttr 
die Schichtdicke ffir den Entwickler, die so ausgebildet ist, daB die Schichtdicke des Entwicklers kontrolliert 
werden kann, wie ein Entwicklungsblatt bzw. -messer 3, ist so angeordnet, daB deren freie Kante in ^ontakt 
unter Druck mit der Oberflache der Entwickiungswaize 2 stent, wodurch Toner auf cUe Entwickiungswaize 2 als 
dfinneSchicht mit einheitlicher Dicke aufgebracht wird. 

Als solche Bilderzeugungsvorrichtung mit einer solchen Bauart, daB das fotoempfindhche Element und die 
Entwickiungswaize miteinander in Kontakt kommen, wurden Vorrichtungen verschiedener Typen entwickelt In 
den vergangenen Jahren wurde eine Vorrichtung des Patronentyps vielfach verwendet Unter Tonerpatronen 
gibt es eine Patrone des Typs, daB eine Entwickiungswaize, ein Entwicklungsmesser und eine Beschickungswalze 
so darineingearbeitetsind. _ . 

Unter den Bildbildungsvorrichtungen unterschiedlicher Typen wurde em System, bei dem em f otoempfraoli- 
ches Element mit einer Beladungswalze beladen wird, besonders beacfatet Bei der Ladungsstufe des fotoemp- 
fmdlichen Elements wurde die Elektrisierung im allgemeinen durch Koronaentladung durcbgefunrt Bei dem 
Elektrisierungssystem durch Koronaentladung besteht die Schwierigkeit, daB geflhrliche Substanzen, wie Ozon, 
erzeugt werden, und zusatzlich besteht die Gefahr, die bei Anwendung von hoher Spannung auftntt, und es 
treten erhohte Kosten aut Andererseits wird in einem Elektrisierungssystem, bei dem die Ladungswalze, wie in 
Fag. 2 dargestellt, verwendet wird, eine Ladungswalze 116, an die Spannung angelegt wurde, m Kontakt mit einem 
fotoempfmdlichen Element 1 gebracht, um dem fotoempfindlichen Dement direkt eine elektnsdie Ladung zu 
verleihen, wobei das fotoempfindliche Element mit elektrischer Spannung aufgeladen wird GemaB diesem 
Elektrisierungssystem wird die Mdglichkeit der Erzeugung von Ozon vermieden. Es wurde vorgeschlagen, bei 
der Obertragungsstufe eine Obertragungswalze i9 zu verwenden und an die Ubertragungswalze erne Spannung 
anzulegen, die eine Polaritat entgegengesetzt dem Toner besitzt so daB ein elektnsches Feld erzeugt wird, 
wodurch der Toner auf dem fotoempfmdlichen Element auf ein Obertragungsmatenal durch elektrostatische 
Kraft des elektrischen Felds ilbertragen wird . 

Nach der Obertragungsstufe wird der Toner, der auf dem fotoempfindlichen Element verbleibt, im allgemei- 
nen mittels einer Reinigungsvorrichtung, wie ein Reinigungsblatt bzw. -messer 7, wie in Fig, 1 dargestellt, 
cntfernt Andererseits wurde, wie in Fig. 2 dargestellt ein reinigungsfreies System (Verfahren ohne Remigung) 
vorgeschlagen, bei dem auf die Reinigungsstuf e verzichtet wird Bei diesem System wird der Toner, der auf dem 
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fotoempfmdlichen Element verbleibt, an die Entwicklungsvorrichtung durcfa elektrostaosche Kraft aiigezoge* 
die durch den Unterschied zwischen dem Oberflachenpotential des geladenen fotoempfmdhchen Elements und 
einer Entwicklungsvorspanmmg erzeugt wild, wodurch der Toner zuruclcgewonnen wird Ah Entwicklungsvor- 
richtung wird eine Vorrichtung mit solcher Bauart verwendet daB die Entwicklungswalze 2 ui Kontakt mit dem 
fotoempfindlichen Element 1 kommt Die Vorspannung wird an die Entwicklungswalze 2 fiber einen Kernstab $ 
angelegt, wodurch eine Wiedergewinnung (Reinigung) des verbleibenden Toners gleichzeitig mit der Entwick- 

^efekiCT solchen Bilderzeugungsvorrichtung mit solcher Bauart, daB das fotoempfmdliche Element in Kon- 
takt mit der Entwicklungswalze kommt, wird eine mit Gummi beschichtete Walze mit solcher Bauart, daB erne 
Gummischicht auf der Oberflache eines walzenartigen Grundmaterials (einer Metallwelle bzw. ernes Metall- 10 
schafts Oder einer ahnlichen Vorrichtung) gebildet wird, als Entwicklungswalze verwendet Bei der Bilderzeu- 
gungsvorrichtung, bei der eine Ladungswalze verwendet wird, wird eine mit Gummi beschichtete Walze eben- 
falls als Ladungswalze verwendet Bei einer solcher Baderzeugungsvorricfatung kommt das fotoempFmoucne 
Element immer in Kontakt mit der mit Gummi beschichteten Walze. Es ist daher erforderiich zu verhindera, daB 
das fotoempfindUche Element mit der mit Gummi beschichteten Walze kontammiert wird. Insbesondere bei 15 
einer Verkleinerung der Vorrichtung wird ein organisches fotoleitendes fotoempfindhches Element, das im 
folgenden als "OPC-fotoempfindliches Element" bezeichnet wird, welches leicht kontammiert wird, verwendet 
Dementsprechend ist die Verhinderung der Kontamination ein schwieriges Problem. _ ._ . _. 

Es ist weiterhin erforderfich, die Kontaktflache der Entwicklungswalze mit dem fotoempfindlichen Element 
groB zu macben, damit die Entwickelbarkeit hoch bleibt Urn dem fotoempfindlichen Element gute Ladungsei- 20 
genschaften zu verleihen, ist es erforderiich, die Kontaktflache der Ladungswalze mit dem fotoempfindlichen 
Element zu vergroBern. Damit die Kontaktflache groBer wird, ist es erforderiich, die Harte dieser nut Gummi 
beschichteten Walzen zu erniedrigen. Damit die erforderliche Vorspannung an diese mit Gummi beschichteten 
Walzen angelegt werden kann, ist es erforderiich, den elektrischen Widerstand der mit Gtimim beschichteten 
Walzen zu erniedrigen. Zusatzlich mOssen die mit Gummi beschichteten Walzen eine medrige Abnangigkeit des z5 
elektrischen Widerstands von der Umgebung besitzen und einen niedrigen stabUen elektrischen Widerstand 
aufweisen, Diese mit Gummi beschichteten Walzen erleiden eine Deformation, bedingt durch den Kontakt nut 
dem fotoempfindlichen Element Jedoch muB vermieden werden, daB sie durch diese Deformation permanent 
deformiert werden. Wie oben beschrieben, mussen die mit Gummi beschichteten Walzen. welche m Kontakt mit 
dem fotoempfindlichen Element, wie mit der Entwicklungswalze und der Beladungswalze, verwendet werden, 30 
viele Eigenschaften und/oder charakteristische Merkmale aufweisen. 

Zur Erfonung dieser Forderungen fur die Entwicklungswalze wurden verschiedene Untersuchungen durcfage- 
ftthrt und verschiedene Vorschlage gemacht Beispielsweise wurde vorgeschlagen, eine Gummischicht nut einer 
Kautschukzusammensetzung zu bilden, bei der ein SiBconkautschuk mit hohem elektrischen Widerstand mit 
TeUchen von leitflhigem Siliconkautschuk compoundiert wird, urn den elektrischen 1 Widerstand i der Entwick- as 
lungswalze auf ihrer Oberflache zu verringem (offengelegte japanische Patentanmeldung Nr. 251464/1988> £s 
wurde weiterhin vorgeschlagen, eine Kautschukzusammensetzung zu verwenden, bei der SiBconkautschuk nut 
Carbon-Black, das mh einem grenzflichenaktiven Mittel behandelt wurde, compoundiert wird (offengelegte 
japanische Patentanmeldung Nr. 255769/1990). Es ist moglich, die Hirte der Gummischicht unter Verwendung 
des Saiconkautschuks zu erniedrigen. Es ist jedoch schwierig, den elektrischen Widerstand davon ausreichend zu 40 

er Es 6 tSd IL angegeben, daB ein Copolymerkautschnk, der aus Propylenoxid (wenn Ethylenoxid m Gemisch 
verwendet wird, wird es in einer Menge verwendet, die nicht groBer ist als die von Propylenoxid), EpicWortydnn 
und einem ethylenisch ungesattigten Epoxid besteht (offengelegte japanische Patentanmeldung ; Nr. 219775), em 
Coporymerkautschuk, der aus Propylenoxid und Epichlorhydrin besteht (offengelegte japanische .Patentanmel- 
dune Nr 241578/1989) und ahnlichen Kautschuken mh niedrigem elektrischen Widerstand und niednger Harte 
sind Jedoch erreichen die Eigenschaften dieser Kautschuke nicht die Werte, die fur mit Gummi beschichtete 
Walzen, wie eine Entwicklungswalze und eine Ladungswalze, erforderiich sind Das Problem der Kontammation 
des fotoempfindlichen Elements wurde ebenfafis nicht gelast 

Kfirzlich wurde eine Entwicklungswalze vorgeschlagen, die durch I^minierung emer ersten Sducht, die aus 
einer Zusammensetzung gebildet wurde, wobei ein Gemisch aus Polynorbornen und einem Ethyien-Propylen- 
Copolymeren mit 01 und Carbon-Black compoundiert whd, einer zwehen Schicht, die aus einem Copolymer- 
kautschuk aus Ethylenoxid und Epichlorhydrin gebildet wurde, und einer dritten Schicht, die aus einem N-met- 
hoxymethylierten Nylonharz gebildet wurde, aufeinander lanuniert wurden (offengelegte japanische Patentan- 
meldung Nr. 31 1871/19901 Jedoch ist eine solche Uminatstruktur schwierig herzustellen. Zusatzbch at bei dem 
Verfahren, bei dem der elektrische Widerstand durch Compoundierung einer groBen Menge an leitfahigen 
Teflchen, wie Carbon-Black, erreicht wird der Dispersionszustand der ldtfabigen Teilchen Vanationen unter- 
worfen in Abhangigkeit von den Knetbedingungen. Bei einem solchen Verfahren m jedoch die Schwiengkeit 
auf getreten, daB der elektrische Widerstand der Walze varhert Die Compoundierung der leitfahigen TeUchen in 
mehr Material bewirkt, daB die Oberflachenharte der mh Gummi beschichteten Walze zu hoch wird 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Auf gabe zugrunde, eine mh Gummi beschichtete Walze zur Verfugung 
zu stellen, die nicht irgendein fotoempfindliches Element konttminiert, deren elektnscher Widerstand wemg von 
der Umgebung abhangt, die einen stabUen niedrigen elektrischen Widerstand und eine medrige Harte besitzt 

Genauer gesagt, liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine mit Gummi beschichtete Walze 
zur Verfugung zu stellea die als Entwicklungswalze oder als Ladungswalze, die in Kontakt mit einem fotoemp- 65 
findlichen Element in einer Bildformungsvorrichtung angeordnet ist verwendet werden kann, wobei em elektro- 
sutisches latentes Bild auf dem fotoempfindlichen Element zu einem sichtbaren Bud mit emem Entwickler 
entwickeltwird 
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ErfindungseemaB soli eine Kautschukmasse fur die mit Gurami beschichteten Walzen zur Verffigung gestellt 
werden, die fQr die Herstellung einer Oberflachenschicht eiaer solchen mit Gummi bedeckten Waize geeignet 
ist 

ErfindungsgemaB soli eine Bilderzeugungsvorrichtung zur Verfugung gestellt werden, die mit der mit Gummi 
beschichteten Waize, die die oben beschriebenen Eigenschaften besitzt, ausgeriistet ist 

Die genannten Erfinder haben ausgedehnte Untersuchungen durchgefuhrt, um die oben erwahnten Schwie- 
rigkeiten, die gemafi dem Stand der Technik auftreten, zu losen. Als Ergebnis wurde gefunden, daB die obigen 
Aufgaben geldst werden kdnnen mit einer mit Gummi beschichteten Waize, bei der eine Gummischicht aus 
vulkanisiertem Kautschuk gebildet wird, der durch Vulkanisieren eines Kautschukgemisches aus Copolymer- 
kautschuk, der aus einem Alkylenoxid, einera Epihalohydrin und einem ethylenisch ungesattigten Epoxid zusam- 
mengesetzt ist, und ungesattigtem Kautschuk erhalten worden ist Als Viilkanisationsmittel ist ein Vulkamsa- 
tionsmittel des Schwefeltyps oder ein Peroxid bevorzugt, da dies eine gute Vulkanisauonsfahigkeit zeigt und 
nichtirgendein fotoempfindliches Element kontaminiert. 
Die vorliegende Erfmdung wurde auf der Grundlage dieser Erkenntnisse zur Vollendung gefuhrt 
Gegenstand der Erfmdung ist eine mit Gummi beschichtete Waize mit solcher Struktur, daB eine Gummi- 
schicht auf der Oberflache eines walzenartigen Grundmaterials gebildet wird, die dadurch gekennzeichnet ist, 
daB die Gummischicht eine Schicht ist, die aus einem Vulkanisat einer Kautschukmasse, die 25 bis 95 Gew.-% 
Copolymerkautschuk (A), erhalten durch Copotymerisation von 28 bis 70 mol% eines Alkylenoxids, 28 bis 70 
mol% eines Epihalohydrins und 2 bis 15 moi% eines ethylenisch ungesattigten Epoxids und 5 bis 75 Gew.-% 
ungesattigtenKautschuk(B)enthalt,hergestelltwordenist m 

Gegenstand der Erfmdung ist weiterhin eine Bilderzeugungsvorrichtung (oder auch als Vomchtung zur 
Herstellung von Bildern bezeichnet) mit solcher Bauart, daB ein fotoempfindliches Element und eine Entwick- 
lungswalze in Kontakt miteinander angeordnet sind, und wobei ein elektrostatisches latentes Bild, das auf dem 
f otoempfmdlichen Element gebildet ist* zu einem sichtbaren Bild mit einem nichtmagnetischen Ein-Komponen- 
25 ten-Entwickler, der einheitlich auf der Oberflache der Entwicklungswalze aufgetragen ist, entwickelt wird, die 
dadurch gekennzeichnet ist, daB die Entwicklungswalze die oben beschriebene mit Gummi beschichtete Waize 
ist 

Gegenstand der Erfmdung ist weiterhin eine Kautschukzusammensetzung fur mit Gummi beschichtete Wal- 
zen, die 100 Gewichtsteile einer Kautschukkomponente, enthaltend 25 bis 95 Gew.-% Copolymerkautschuk (A), 
30 erhalten durch Coporymerisation von 28 bis 70 mol% Alkylenoxid, 28 bis 70 moI% Epihalohydrin und 2 bis 15 
mom ethylenisch ungesattigtem Epoxid, und 5 bis 75 Gew.-% ungesattigten Kautschuk (B) unoV0,l bis 5 
Gewichtsteile Vulkanisationsmittel, bestehend aus einem Vulkanisationsmhtel des Schwefeltyps oder einem 
Peroxid, enthalt . 

Fig. 1 ist eine Querschnittsansicht und zeigt eine Ausfuhrungsform einer Bilderzeugungsvorrichtung, die bei 
35 der vorb^genden Erfmdung verwendet werden kann. 

Fig. 2 ist eine Querschnittsansicht und zeigt eine andere AusfQhrungsform einer Bilderzeugungsvorrichtung, 
die bei der vorliegenden Erfmdung verwendet werden kann. 

Die Merkmale und Ausf uhrungsf ormen der vorliegenden Erfindung werden ira f olgenden naher erlautert 

^ Copolymerkautschuk (A) 

Der Copolymerkautschuk der Komponente (A), der bei der Durchfuhrung der vorliegenden Erfmdung nutz- 
lich ist, ist ein Copolymerkautschuk, der durch Coporymerisation von 28 bis 70 mol% Alkylenoxid, 28 bis 70 
mol% Epihalohydrin und 2 bis 15 mol% eines ethylenisch ungesattigten Epoxids, bezogen auf die Gesamtmole 
45 der Monomeren, erhalten worden ist 

Beispiele fur das Alkylenoxid umfassen Ethylenoxid, Propylenoxid und ButylenoxicL Diese Alkylenoxide 
konnen entweder einzeln oder im Gemisch miteinander verwendet werden. Wenn diese Alkylenoxide im 
Gemisch miteinander verwendet werden, werden Ethylenoxid und Propylenoxid bevorzugt un Gemisch verwen- 
det Wenn Ethylenoxid (EO) und Propylenoxid (PO) im Gemisch verwendet werden, werden beide Oxide in 
einem Molverhaltnis (EO : PO) von allgemein 10 : 90 bis 90 : 10 verwendet Das Morverhaltnis von EO : PO kann 
bevorzugt mindestensl betragen. 

Irgendein Coporymerisationsanteil des Alkylenoxids in dem Copolymerkautschuk (A), welches 70 mom 
Qberschreitet, ergibt einen Copolymerkautschuk, der eine hohe Hygroskopizitat besitzt oder dessen elektrischer 
Widerstand stark von der Umgebung abhfingt Anderersehs ergeben irgendwelche Anteile unter 28 mol% emen 
Copolymerkautschuk mit hoher Harte. Es ist im Hinblick auf die praktische Verwendung daher mcht bevorzugt 
das AJ&ylenoxid in irgendeinem Verhaltnis auBerhalb des obigen Bereichs zu verwenden. Der Copolymensa- 
tionsanteil des Alkylenoxids kann bevorzugt 32 bis 65 mol%, bevorzugter 37 bis 60 mol%, betragen. 

Beispiele von Epihalohydrin umfassen Epichlorhydrin, Epibrornhydrin und Epifluorhydnn. Von tfiesen ist 
Epichlorhydrin wegen der leichten VerfQgbarkeit und ahnlicher Eigenschaften besonders bevorzugt 

Irgendein Copolymerisationsverhaltnis des Epihalohydrins in dem Copolymerkautschuk (A), welche 70 mol<W> 
Oberschreitet, ergibt einen Copolymerkautschuk mit hohem elektrischem Widerstand. Anderersehs gibt irgend- 
ein Verhaltnis unter 28 mol% einen Copolymerkautschuk mit hoher Hygroskopizitat oder Abhangigkeit des 
elektrischenWiderstands von der Umgebung. . . . 

Es ist daher im ffinblick auf die praktische Verwendung nicht bevorzugt, Epihalohydnn m irgendeinem 
Verhaltnis auBerhalb des obigen Bereichs zu verwenden. Das Copolymerisationsverhaltnis von Epihalohydnn 
kann bevorzugt 30 bis 65 mol%, bevorzugter 35 bis 60 mol**), betragen. 

Beispiele von ethylenisch ungesattigtem Epoxid umfassen Aflylgrycidylether, Glycidylmethacrylat, Glycidyl- 
acrylat und Butadienmonoxid. Die Einarbeitung des ethylenisch ungesattigten Epoxids als Comonomeres er- 
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moglicht, daS der Copolymerkautschuk mit einem Vulkanisationsmittel des Schwefeltyps (Schwefel oder ein 
Schwef eldonor) oder einem Peroxid vulkanisiert werden kann, was einen Copolymerkautschuk mit verbesserter 
Zersetzungsstabflitat bei Erweichen in der Warme und verbesserter dynamischer Ozonresistenz ergibt Irgend- 
ein Copolymerisationsanteil des ethyienisch ungesattigten Epoxids in dem Copolymerkautschuk (A), welcher 15 
moI% Oberschreitet, ergibt einen Copolymerkautschuk, der durch Wannehartung zersetzt wird, wodurch die 5 
Kautschukelastizitit veriorengeht und er somit sprode wird. Andererseits ergibt irgendein Verhaltnis unter 2 
mol% einen Copolymerkautschuk, der schwierig zu vulkanisieren ist AuBerdem ergibt irgendein Copolymerisa- 
tionsverhaltnis des ethyienisch ungesattigten Epoxids auflerhalb des obigen Bereichs keine glatte Kautschuk- 
platte oder es ist schwierig, eine soiche Platte herzustellen. Das Coporymerisationsverhaltnis des ethyienisch 
ungesattigten Epoxids kann bevorzugt 3 bis 10 mol% betragen. to 

Ungesattigter Kautschuk (B) 

Der ungesattigte Kautschuk der Komponente (B), der bei der DurchfQhrung der voriiegenden Erfindung 
nQtzlich ist, ist ein Kautschuk mit ungeslttigten Bindungen in seinem MolekuL Die Menge der ungesattigten 15 
Bindungen in dem MolekQl betragt im allgemeinen 3 bis 500, bevorzugt 5 bis 350, ausgedrOckt als lodzahL 
Spezifische Beispiel solcher Kautschuke umfassen Aciylmtril-ButacUen<bporymerkautschuk (NBR), Ethylen- 
Propyien-Dien-Terpolymerkautschuk (EPDM), Chloroprenkautschuk (CR), Anyimtril-Isopren-Copolymer- 
kautschuk, Acrylmtra-Butadien-Isopren-Terpolymerkautschuk (NBIR), Sryrol-Butadien-Copolymerkautschuk 
(SBR), BuUdienkautschuk (BR), Isoprenkautschuk (1R) und teirweise hydrierte Produkte dieser Kautschuke. 20 
NBR und das teihveise hydrierte Produkt von NBR (hydriertes NBR) sind hesonders bevorzugt Diese ungesat- 
tigten Kautschuke konnen entweder allein oder im Gemisch davon verwendet werden. 

Vulkanisationsmittel (C) 

Bei der vorliegenden Erfindung ist es bevorzugt ein Vulkanisationsmittel des Schwefeltyps oder ein Peroxid 
als Vulkanisationsmittel fur die Vulkanisation der Kautschukkomponente, die den Copolymerkautschuk (A) und 
den ungesattigten Kautschuk (B) enthah, zu verwenden. Zur Verhinderung der Kontamination des fotoempfind- 
iichen Element der Biideigenschaften und ahnficher Eigenschaften ist das Peroxid besonders bevorzugt Die 
Verwendung dieser Vulkanisationsmittel verhindert, daB das fotoempfindliche Element mh der Giimmischicht 30 
auf der Oberfllche der mit Gummi bescfaichteten Wake kontaminiert wird, wobei diese Schicht aus dem 
vulkanisierten Kautschuk gebildet ist 

Als Beispiele fur Vulkanisationsmittel des Schwefeltyps konnen Schwefel und Schwefeldonoren genannt 
werden, die im allgemeinen bei der Vulkanisation von Dienkautschuken verwendet werden. Als Beispiele fur 
Schwefeldonoren konnen Morpholindisulfid und Thiuramverbindungen, wie Tetramethylthiui^disulfid, ver- 35 
wendet werden. Beispiele fur das Peroxid umfassen Dicumylperoxid, DHt-Burylperoxy)diisoproylbenzol, 2^-Di- 
t-Butylperoxy-2^-dimethyihexan und Benzoyiperoxid. 

Zur Verstarkung der Vulkanisationswirksamkeit des Peroxids kann ein Vernetzungs-Hilfsinittel ebenfalls 
verwendet werden. Als Vernetzungs-Hilfsmittel ist eine Maleimidverbindung bevorzugt Spezifische Beispiele 
davon umfassen Maleimid und Phenyienbismaleimid. Zusatzlich zu den Maleimidverbindungen kannen auch 40 
polyf unktionelle Acryi- oder Methacrylmonomere verwendet werden. 

Die Verwendung von Vulkanisationsmitteln auBer den Vulkanisarionsmitteln des Schwefeltyps und der Per- 
oxide, beispielsweise von Thiobarnstoff und Aminverbindungen als Vuikanisationsmittd, macht es wahrschein- 
lich, daB das fotoempfindliche Element mit der vulkanisierten Kauschukschicht der entstehenden mit Gummi 
beschichteten Walze kontaminiert wird. 45 

Kautschukzusammensetzung 

Der Copolymerkautschuk (A) wird in einem Verhaltnis von 25 bis 95 Gew.-%, bevorzugt 30 bis 90 Gew.-%, 
be vorzugter 35 bis 80 Gew.-%, bezogen auf die Kautschukkomponenten [(A) 4- (B)] verwendet Der ungesittig- 50 
te Kautschuk (B) wird in einem Verhaltnis von 5 bis 75 Gew.-%, bevorzugt 10 bis 70 Gew.-%, bevorzugter 20 bis 
65 Gew.-% 7 bezogen auf die Kautschukkomponenten, verwendet Die Compoundierung des ungesattigten Kau- 
tschuks (B) verbessert die Verarbekbarkeit des compoundierten Kautscfauks wesendich, beispielsweise wird die 
Verknetzeit in grofiem AusmaB verkCrzt 

Das Vulkanisationsmittel des Schwefeltyps oder das Peroxid, welches als Vulkanisationsmittel verwendet 55 
wird, wird in einem Verhaltnis von 0,1 bis 5 Gewichtsteflen, bevorzugt 0,2 bis 3 Gewichtsteilen, bevorzugter 03 
bis2Gewichtsteilenpro 100 Gewichtsteile der Kautschukkomponenten [(A) 4- (B)]verwendet 

Die erfindungsgemaBe Kautschukmasse kann mh Qblichen Kautschuk-Compoundierbestandteilen, wie KGttel 
zur Verleihung einer Leitfahigkek, Verstarkuiigsmateriahen, FQllstoffen und Antioxidantien, je nach Bedarf, 
compoundiert werden. Die erfindungsgemaBe Kautschukmasse kann durch Vermischen aller der oben beschrie- 60 
benen Komponenten unter Verwendung eines Qblicherweise verwendeten Mischers, wie einer Walzenmilhle 
oder eines Banbury-Mischers, hergestellt werden. 

Fonnung und Oberflachenbehandlung der mh Gummi beschichteten Walze 

65 

Zur Herstellung eines geiormten Gegenstands der gewunschten Form unter Verwendung der erfindungsge- 
maflen Kautschukzusammensetzung ist es nur erforderlich, die Kautschukzusammensetzung in eine Form oder 
Shnliche Vorrichtung zu fallen und im allgemeinen die Form auf 100 bis 250° C zu erhitzen, um die Kautschukzu- 
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sammensetzung zu vulkanisieren. Zur Formung einer mit Gummi beschichteten Wake ist es nur erforderUch, em 
wSSrtiges Grundmaterial, wie eine MetalJwelle bzw. -achse, als Kernstab in eine Form fur erne Walze zu 
SetSLutschukmasse in die Form zu Kllen.sodaB eine Wake um den Kernstab gebudet wird, um dann die 
Form zu erhitzen, um die Kautschukzusammensetzung zu vulkanisieren. 

Nach der Vulkanisation und Formung kann die entstehende, mit Gumm. beschichtete Wake bf v°rzugt emer 
Oberflachenbehandlung unterworfen werden, um den Reibungswiderstand und die Klebngkeit der Oberflache 
zu enuedrieen. Zur Durchfuhrung der Oberflachenbehandlung der mit Gummi beschichteten Walze wird im 
allgemeinen die Oberflache auf geeignete Weise mit einem Schleifmittel poUert und dann in folgender Weise 

be Sfl§chenbehandlungsverfahren fur die mit Gummi beschichtete Wake umfassen die Bestrahlung mit 
ultraviolettem Licht, die Einwirkung von Ozon, die Anwendung einer reaktiven Smconverbmdung, die Anwen- 
dung einer reaktiven Fluorverbindung und ahnliche. GemiB einer solchen Oberflachenbehandlung kann der 
Reibungswiderstand der Wakenoberflache erniedrigt werden, wodurch die Klebngkeit an das fotoempfindliche 
Hement verringert wird. Als Ergebnis kann die Kontamination des fotoempfindhchen Elements wirksamer 

"aSbSJ? ffiJdie Oberflachenbehandlung durcfa Bestrahlung mit ultraviolettem Ucht kann em Verfahren 
verwendet werden, bei dem eine mit Gummi beschichtete Wake, die behandelt werden soli, um erne ultraviolette 
Lampe (Wellenlinge: 200 bis 450 nm) gedreht wird, um die Wake den ultravioletten Strahlen auszusetzen, wobei 
die Drehung wihrend 1 bis 10 min erfolgt Beispielsweise kann eine Lampe mit emem Lampen-Output von 80 
W/cm und einer Nennleistungvon 4000 Wbevorzugt als ultraviolette Lampe verwendet werdea 

Als Beispiel fur die Oberflachenbehandlung durch Einwirkung von Ozon kann ein Verf ahren erwahnt werden, 
bei dem erne mh Gummi beschichtete Wake wihrend etwa 0,5 bis 2 h einer Atoosphire, die Ozon in einer 
Konzentration von 10bis30pphm(x 10- 8 )enthalt,bei emerTeinperaturvon35bis45 CgehaJtenwird 

Als Beispiel fur die Oberflachenbehandlung durch Anwendung der reaktrven Sihconverbindung kann em 
Verfahren erwahnt werden, bei dem eine Siliconverbindung, an deren Enden Isocyanat eingefunrt wurae, 
verwendet wird und wobei die Oberflache der mit Gummi beschichteten Wake mit einer Losung mit dieser 
Siliconverbindung, gelfist in einer Konzentration von etwa 1 bis 10Gew.-% m emem Wsungsmittel, wie 
Ethylacetat, beschichtet wird, und die mit Gummi beschichtete Wake an der Luft getrocknet wird. und dann 
einer Warmebehandlung bei etwa 80 bis 120° C wahrend etwa 30 min bis 2 h unterworfen wird. 

Als Beispiel fur die Oberflachenbehandlung durch Anwendung der reaktiven Fluorverbindung kann em 
Verfahren genannt werden. bei dem eine Fluorverbindung, an deren Enden ein Isocyanat emgehlhrt worden ist, 
verwendet wird; die Oberflache der mit Gummi beschichteten Wake wird mit einer Losung beschichtet m der 
diese Siliconverbindung in einer Konzentration von etwa 1 bis 10 Gew.-% in emem Losungsnuttel, wie Ethylace- 
tat, gelost ist, und die mit Gummi beschichtete Wake wird an der Luft getrocknet und dann einer Warmebehand- 
lung bei etwa 80 be 120° Cwab«md etwa 30 nim bis 2 h unterworfen. T- U*K- —.W 

Von diesen Oberflachenbehandlungen ist die Behandlung mit Bestrahlung mit ultraviolettem Licht besonders 
bevoraugLdadieDurcMuhrungeinfachist .... , _j- _- D 

Der elektrische Widerstand (spezifischer Volumenwiderstand) der Gummischicht der erfmdungsgemaB nut 
Gunnri 'beschichteten Wake betragt im aUgemeinen 1 x 10* bis 1 x 10" X'cn^ bevorzugt 5 x 10" 
X-cm. bei LL-Bedingungen (10°C, 20% relative Feuchte) bei mednger Temperatur und mednger Feuchngkeit 
Wenndieser elektrische Widerstand zuniedrig ist, lauft die Elektrizitat, mit der die Wake geladenist, aus. Wenn 
andererseits der elektrische Widerstand zu hoch ist, ist es schwierig. daB der Eatw^er (T oner). an der Jake 
haftet In beiden Fallen werden die entstehenden sichtbaren Bilder ungenau. Das Verhaltius (a/b) des elektn- 
schen Widerstandsfa), gemessen bei LL-Bedingungen, zu elektnschem Widerstand (b), gemessenbeira-Bedm- 
gungen (35° C, 80% relative Feuchte) von hoher Temperatur und hoher Feuchngkeit soli bevorzugt im Bereich 

^Die^ygrSSStit der Gummischicht der erfindungsgemaften mh Gummi beschichteten Wake betragt im 
alteememenh5cnstens0J%, bevorzugt hacb*ais0^ • ... 

Die HarteOeweilsTyp Duro A) (IK K-6253)derGiraniiscm(mtderernnduiigsge^ 
teten Wake betragt inVallgemeinen 35 bis 65, bevorzugt 40 bis 60, bevorzugter 40 b.s 55. Wenn die Harte der 
Gummischicht zu hoch ist, wird der Kontaktwinkel mit dem fotoempfindhchen Hement zu klein, und es besteht 
weherhin die MBelichkeit, daB das fotoempfindliche Element bescMdigtwird. . 

Dte^nduSemaBe mit Gummi beschichtete Wake kontaminiert das fotoempfindhche Element nicht, 
selbst wenn sie als Entwicklungswake oder Ladungswake in Kontakt nut dem fotoempfmdhchen Element m 
eme?BTlae^eugungsvorrichtun?verwendet wird. und so werden Bilder mit ausgeze.chneten Bfldeigenschaften, 
erhalten. 

Bilderzeugungsvorrichtung 

Die erfindungsgemaBe mh Gummi beschichtete Wake ist ffir die Verwendung ak Entwicklungswake oder 
Udungsw"ke!an|eordnet in Kontakt mit dem fotoempfindlichen Element in emer BMerzeugungsvomchtunfe 
faT taftaauf demfotoempfmolichen Hement gebUdeteselektrostatischeslatentes Bud zu emem s.chtbaren Bud 
nuteinemEntwicklerCroner)entwi<*eltwird,geeignet i„: j„ r 

Als BHderzeugungsvomchtung kann eine Bilderzeugimgsvomchtung solcher Bauart erwahnt werden, bei der 
dasfoLmpfrndUchT Hement und eine Entwicklungswake in Kontakt gander angeordnet smd, und em 
elek£Ssches latentes Bild, das auf dem fotoempfindhchen Element gebudet wurde, zu ememsich baren B.ld 
Dhem^SmnetiscfaeD Ein-Komponenten-Entwickler, mit dem die Oberflache der Entwicklungswake 
Sie Sich beschichlet ist. entwickelt wird. Beispiele solcher Bilderzeugungsvornchtungen umfassen die in den 
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R Bei to inR^fdiSStellten Bilderzeugungsvorrichtung wird eine ^guUervomchtung fur (lie Sdiichtdicke 
fflrAa Entwickler verwendet die so angepaBt ist daB die Scmchtdicke des EnmcUers kontroll^rt wd. 
Beispielsweise kann ein Entwicklungsblatt bzw. -messer 3 so angeordnet sein. daB seme freie Kante in GleitJcon- 
takt mit der peripheren Oberflache der Entwicklungswake 2 steht Eine EnmcWerbescruck^gswake 6 kann s 
auf rotierendc Weise benachbart zu der Entwicklungswalze 2 angeordnet sein, so daB sie die Entwicklungswalze 
unterstQtzt und verursacht, daB der Toner gut an der peripheren Oberflache der Entwicklungswalze 2 haftet 
Durch die Wirkung der Beschickungswake 6 und des EntwicKlungsblatts bzw. -messers 3 wird der Toner auf die 
Entwicklungswalze 2 als dunne Schicht einheitlicher Dichte aufgetragen. 

Bei einer solchen BUderzeugungsvorrichtung ist die Entwicklungswalze 2 in rotierender Weise angeordnet, 10 
und es wird eine Entwicklungsvorrichtung vorgesehen, die einen Entwicklerbehalter 5, in dem der Toner 4 
enthalten ist, umfaBt Der Toner wird mit einem Rfihrstab 14 geruhrt und einheitlich dispergiert Die Oberflache 
des fotoempfindHchen Elements 1 wird mit Elektrizhat durch den Ladungsleiter 9 aufgeladen. Das aufgeladene 
fotoempfincfliche Hement 1 wird einem Fotosignal oder einem Fotobild 10 aus einer Benchttmgsvomchtung 
ausgesetzt, wobei ein elektrostatisches latentes Bfld auf seiner Oberflache gebildet wird. Em Ted des auf die 15 
periphere Oberflache der Entwicklungswalze 2 aufgetragenen Toners wird selektiv auf das fotoemrrfindlicne 
Element 1 infbriertem Master entsprechend dem elektrostatischen Jatenten Bild,das auf dem fotoempfmdhchen 
Element 1 gebildet wurde, ubertragen, wobei ein sichtbares Bild (Tonerbfld) auf dem fotoempfindlichen Element 
1 gebildet wird. Das so gebildete sichtbare BOd wird auf ein Obertragungsmaterial 13, wie em Obertragungspa- 
pier, durch den EinfluB eines Ladungsleiters 11 for die Obertragung transferiert, dort mittels ernes Verfahrens, 20 
wieememVerbindendurohSchmelzenmderWamedurehdieFinem)Denl2,fixiert 

Die walzenartige Grundvorrichtung (Kernstab) der Entwicklungswalze 2 kann bevorzugt sogebaut sein, daB 
eine Vorspannung daran angelegt werden kann. Im Falle der Umkehrentwicklung wird erne Vorspannung nut 
gleicher Polaritat wie die des elektrostatischen latenten Bildes, welches auf dem fotoempnwilichen Element 
gebildet wurde, angewendet Das fotoempfmdliche Element 1 wird im aUgemeinen m Form einer Trommel 25 
gebildet Das Obertragungsmaterial 13 ist beispielsweise Papier oder ein OHP-Fflm. Nach derUbertragungsstu- 
fe wird der Toner, der auf dem fotoempfindBchen Element 1 verbleibt durch das Reuugungsblatt bzw. -messer 7 
entf emt und in einer Abfall-Tonerbox 8 gesammelt ... e jr 

Bei der in Fig. 2 dargesteuten BUderzeugungsvorrichtung sind eine Ladungswalze 16 and ein fotoemphndli- 
ches Element 1 in Kontakt mheinander angeordnet, so daB an das fotoempfmdliche Element 1 fiber den 30 
Kernstab 17 der Ladungswalze aus einer EnergiequeUe 18 Spannung angelegt werden kann, wodurch die 
Oberflache des fotoempfindlichen Elements 1 mit Elektrizitat aufgeladen wird Das fotoempfaolche Element 1 
wird mit einer Beltchtungsvorrichtung 15 belichtet, wobei ein Laser als Lichtquelle verwendet wird. Dabei wird 
ein elektrostatisches latentes Bfld auf der Oberflache des aufgeladenen fotoempfindlichen Elements 1 gebildet 
Dieses elektrostatische latente Bild wird zu einem sichtbaren Bfld mit einem Toner, der auf die Entwicklungswal- 
ze 2 aufgetragen ist entwickelt Dieses sichtbare Bild wird auf ein Obertragungsmaterial 43 unter Verwendung 
einer Obertragungswalze 19 ubertragen. Spannung mit einer PolaritSt entgegengesetzt der des Toners wird auf 
die Obertragungswalze 19 fiber einen Kernstab 20 der Obertragungswalze 19 aus einer EnergiequeUe 21 
angelegt so daB zwischen der Obertragungswalze 19 und dem fotoempfmdHchen Element 1 em elektnscfaes Feld 
erzeuet wird Der Toner des fotoempfindlichen Elements 1 wird auf das Obertragungsmaterial 13 durch elektro- 
statische Kraft dieses elektrischen Feldes ubertragen. Nach der Obertragungsstufe kann der auf dem fotoemp- 
findlichen Element 1 verbleibende Toner mittels einer Reinigungsvorrichtung entfernt werden. Die m Fig. 2 
dargestellte BUderzeugungsvorrichtung ist jedoch eine Vorrichtung des sog. reimgungsfreien Systems. Bei dem 
reinigungsfreien System wird der Toner, der nach der Ladungsstufe auf dem fotoe^findhdien Element 1 
verbleibt an die Entwicklungsvorrichtung durch elektrostatische Kraft angezogen, die durch Differenz zwischen 
dem Oberflachenpotential des geladenen fotoempfindlichen Elements 1 und der Entwicklur^svor^annung 
erzeugt wird Die Entwicklungswalze 2 ist so gebaut daB die Vorspannung an die Entwicklungswalze 2 uber 
ihren Kernstab angelegt werden kann. . 

Die erfindungsgemaBe Bilderzeugungsvorrichtung kann bevorzugt um das fotoempfmdliche Element erne 
Ladunesvorrichtung f Or die gleichmaBige und einheitliche Aufladung des fotoempfindBchen Elements mit Bek- so 
trizitat eine Belichtungsvorrichtung (Vorrichtung zur Bildung eines latenten Bildes* die aus einem Laser oder 
ahnlichem besteht zum Aufschreiben eines elektrostatischen latenten Bilds auf der Oberflache des fotoempfind- 
Echen Elements, das einheitfich aufgeladen ist die oben beschriebene Entwi(Mungsvomchtangund eine Uber- 
tragunfisvorrichtung fur die Obertragung des sichtbaren Bilds, das entwickelt wurde, auf ein Obertragungspa- 
pieT Oder ahnlichem, umfassen. Eine Remigungsvorrichtung fur die Entfemung von Oberschfissigem Entwickler, 55 
der an der Oberflache des fotoempfindlichen Elements haftet kann zwischen der Obertragiingsvorr^tung und 
der Ladungsvorrichtung angeordnet sein. Die Reinigungsvorrichtung ist im aUgemeinen so konstrmert daB sie 
ein Messer bzw. ein Blatt oder eine Wake umfaBt Wenn die Reinigung zur gleichen Zeit wie die EntwickUing 
erf olgt ist diese Reinigungsvorrichtung nicht immer erf orderlich. 



Entwickler 



Hinsichtlich des Entwicklers, der bei der erfindungsgemaBen Bilderzeugungsvornchtung verwendet werden 
kann, gibt es keine besondere Beschrinkung. Im aUgemeinen wird jedoch ein nichtmagnetischer Em-Komponen- 
ten-Entwickler verwendet Ein Entwickler, wie er nachstehend beschrieben wird, 1st besonders bevorzugt 

En bevorzugter Entwickler, der in der erfindungsgemaBen BUderzeugungsvorrichtung verwendet werden 
kann, ist ein sphariscfaer bzw. kugeliger nichtmagnetischer Ein-Komponenten-Entwickler nut solchen physOcaii- 
schen Eigenschaften, daB der volumendurchschnittlichen Teilchendurchmesser (dv) im Bereich von im allgemet- 
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nen 3 bis 15 urn, bevorzugt 5 bis 10 urn liegt, und daB das Verhaltnis (dv/dn) des volumendurchschnittlichen 
Teilchendurchmessers (dv) zu dem zahlcndurchschnittlichen Teilchendurchmesser (dn) inncrhalb des Bereichs 
voq im allgemeinen 1,0 bis 1,4 liegt Es ist mehr bevorzugt, daB dieser Entwickler solche physikaiischen Eigen- 
schaften besitzt daB der Quotient (Sc/Sr), erhalten durch Division der Flache (Sc) eines Kreises unter der 
Annahme, daB die absolute maximale Lange des Teilchens der Durchmesser ist, durch die reale projizierte 
Flache (Sr) des Teilchens erhalten wird, innerhalb eines Bereiches von im allgemeinen 1,0 bis U hegt, und das 
Produkt (AxdnxD) aus der spezifischen Oberflache (A) [m 2 /gl bestimmt gemaB dem BET-Verfahren, dem 
zahlendurchschnittlichen Teilchendurchmesser (dn) [urn] und dem wahren spezifischen Gewicht (D) innerhalb 
des Bereiches von 5 bis 10 liegt und somit im wesentlicfaen spharisch ist Es ist weiterhin bevorzugt, daB der 
Entwickler solche physikaiischen Eigenschaften besitzt, daB das Verhaltnis (Q/A) der Ladungsmenge (Q) [>C/g] 
zu der spezifischen Oberflache (A) im Bereich von 80 bis 150 liegt Beispiele fur spharische Entwickler umfassen 
Toner des Kapseltyps, die einen Kern, bestehend aus einem weichen Harz und eine Umhuliung, bestehend aus 
einem harten Harz, umfassen, und gefarbte Toner. 

Ein solcher spharischer nichtmagnetischer Em-Komponenten-Entwickler kann beispielsweise durch Polyme- 
risation eines innigen Gemisches, welches mindestens ein Vinylmonoraeres und mindestens einen Farbstoff 
enthalt, durch Suspensionspolymerisationsverf ahren hergestellt werden. Als Beispiel eines spezifischen Suspen- 
sionspolymerisationsverfahrens kann ein Verfahren verwendet werden, bei dem ein Gemisch, welches ein 
Vinylmonomeres, einen Farbstoff und einen Polymerisationsinitiator, und als mogliche Komponenten verschie- 
dene Arten von Additiven enthalt, innigst in einer Kugeimuhle oder einer ahnlichen Vorrichtung unter Bildung 
eines innigen Russigkeitsgemisches vermischt wird, und das so erhaltene innige Flussigkeitsgemisch dann fein in 
Form von Tropfchen in Wasser unter hoher Schereinwirkung dispergiert wird, wobei eine waBrige Dispersion 
erhalten wird Dann wird die Dispersion der Suspensionspolymerisation allgemein bei einer Temperatur von 30 
bis200°Cunterworfen. . . 

Es ist weiterhin moglich, in den nichtmagnetischen Ein-Komponenten-Entwickler gleichzeitig oder anscnlie- 
Bend Zusatzstoffe fur die Kontroile der Ladungseigenschaften, elektrischer Lehfahigkeit, der FlieBfahigkeit oder 
der Adhasionseigenschaften gegenQber dem fotoempfmdlicben Element oder der Fcrierwake zuzugeben. Sol- 
che Zusatzstoff e umfassen beispielsweise Freisetzungs- bzw. Trennmittel, wie Polypropylen mit niedrigem 
Molekulargewicht, Pohyethylen mit niedrigem Molekulargewicht, verschiedene Arten von Wachsen und Silicon- 
ole; und feine anorganische Pulver, wie CarbonBlack-Pulver, Sflicapulver, Alununiumoxidpulver, Titanoxidpul- 
ver, Zinkoxidpulver, Ceroxidpulver und Cafciumcarbonatpulver. 

Die vorliegende Erfindung besitzt die folgenden Vorteile 

Es werden erfindungsgemaB mit Gummi beschichtete Walzen zur Verfugung gestellt, die nicht irgendwelche 
fotoempfindlichen Bemente kontaminieren, einen stabilen niedrigen elektrischen Widerstand besitzen und 
deren elektrischer Widerstand von der Umgebung kaum abhangt und die eine niedrige Harte aufweisen. 
ErfindungsgemaB wird ebenfalls eine Kautschukmasse zur Verfugung gestellt, die fur die Herstellung einer 
Oberflachenschicht solcher mit Gummi beschichteter Walzen verwendet werden kann. Die erflndungsgemaBen 
mit Gummi beschichteten Walzen kdnnen auf geeignete Weise als Entwicklungswalzen und/oder Ladungswal- 
zen in einer Bilderzeugungsvorrichtung verwendet werden, mit der ein nichtmagnetisches Ein-Komponenten- 
Entwicklungsverf ahren durchgefuhrt wird. Zur Herstellung der erfuidungsgemaBen mit Gummi beschichteten 
Walzen wird eine Kautschukmasse, aus der eine Kautschukschicht gebildet wurde, insbesondere mit einem 
Vulkanisationsmittel des Schwefeltyps oder mit einem Peroxid vulkanisiert Die Oberflachenbehandlung der 
Kautschukmasse, nacndem sie zu einer mit Gummi beschichteten Walze geformt wurde, kann wirksam verhm- 
dern, daB irgendein fotoempfmdliches OPC-Element kontaminiert wird. Die erfuidungsgemaBe Kautschukmasse 
besitzt eine ausgezeichnete Verarbeitbarkeit und tragt somit zur Produktivitatsverbesserung und Energieer- 

sparnis beL , _ . 

Die folgenden Beispiele und Vergleichsbeispiele erlautern die Erfindung, ohne sie zu beschranken. Die 
physikaiischen Eigenschaften, wie der elektrische Widerstand, die Feuchtigkeitsabsorption (HygroskopizitatX 
die Harte, die Kontamination des fotoempfindlichen OPC-Elements, die Bildeigenschaften (BQddichte, Schleier, 
Kontamination des fotoenipfmdUchen OPOElements) wurden entsprechend den folgenden Verfahren be- 
stimmt 

< Elektrischer Widerstand> 

Eine 2 mm dicke Gummiplatte wurde zwischen Elektroden gehalten, die mit einem Lehring ausgeriistet 
waren, und eine Gleichstromspannung von 500 V wurde an die Platte angelegt, und es wurde der elektrische 
Widerstand gemessen. Die Messung erfolgte bei zwei Umgebungsbedingungen von LL-Bedmgungen (10°Q 
20% relative Feuchte) mit niedriger Temperatur und niedriger Feuchtigkeit und HH-Bedingungen (35 Q 80% 
relative Feuchte) mit hoher Temperatur und hoher Feuchtigkeit Es ist bevorzugt, daB die Diff erenz im elektri- 
schen Widerstand zwischen den Werten bei IX-Bedingungen und bei HH-Bedingungen m der GroBenordnung 
von 1 liegt, da die Abhangigkeh des elektrischen Widerstands von der Umgebung medrig sein soIL 

< Feuchtigkeitsabsorption> 

Ein 20 mm breiter und 50 mm ianger Streifen wurde aus der 2 mm dicken Gummiplatte ausgestanzt und auf 
einer Waage auf 0,1 mg genau abgewogen. Danach wurde der Streifen fur 72 h einer Umgebung von 35° C und 
80% RH gehalten und dann wieder gewogen. Das lnkrement wurde durch das ursprungliche Gewicht drvidiert, 
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und der Quotient wurde mit 100 multipart Die so erhaltene Prozenterhohung (%) wurde als Mali fur die 

<Harte> 

Die Harte wurde entsprcchenddem JIS K-6253- Verf ahren bestimmt 

< Kontamination des fotoempfindlichen OPC-Hements > 

Bin 20 T br f er und ™^ 
S^SSS SK-EEd— JK* e gemaB den foJgenden drei Bewertungen 

daiXnd«ntemcht,obtofotoempfind^^^ 
AA: Keine Kontamination wurde im Veriauf von dm Wochen i beobachtet; 
A- Keine Kontamination wurde im Veriauf von zwei Wochen beobachtet; und 
C:' Kontamination wurde beobachtet, bevor zwei Wochen vergangen waren. 

< BQdeigenschaften> 

f;„ knntinoierliches Drucken erfolgte mit der in Fig. 1 erlauterten Bilderzeugimgsvorricblimg, und die Bild- 
a^So^sS^S^ fotoemjfindfichen Element und die Kontaminat,on des f otoemp- 
Sclen mSS"ver^acht durch Bfldunglines Films aus dem Entwickler, bedmgt durch Adhasion 
des Entwicklers an das Reinigungsmesser) wurden visuell bewertet 

(l)BHddichte 

Die Bewertung der Bilddichte (ID) erfolgte durch Messung der Dichte "einer schwarzen einfarbigen Flache" 
mitdem"Macbeth"-Reflexionsdensitometer. 

Bilddichte war niedriger ak 13)- 

(2) Grad der Schleierbildung auf dem fotoempfindlichen Element 

Der Gradder Schleierbudung wurde entsprechendden folgendenvierBewertungen bewertet: 
AA:Es tritt kein Schleier auf, selbstwenn 30 000 Blatter kontm^ertehge^ltt werfen; 
a^Pc tritt kein Schleier auf selbst wenn 20 000 Blatter kontmuierhch gedruckt werden; 

2;KSJ£aVhS 

(3)Druckfestigkeit 

Eine mit Gummi bescbichtete Walze wurde gegen ein im Hande! erhaltiiches ^oempfind^ ^CU 

tmeWalze erlanete wieder die orsprungliche Form, selbst nachdem drei Wochen vergangen waren; 

A-DewSHrEwleX mam 
Gto^bXTZ£(S& Form nur schwer wiedereriangen, nachdem zwei Wochen vergangen 
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(4) Kontamination des fotoempfindlichen OPC-Hements 
AA- Es wurde kein HnfluB durch Kontamination des fotoempfindlichen OPC-Elements beobachtet, selbst wenn 
1° ^ fotoempfindlichen OPC-Hements beobachtet, selbst wenn 

g We2^ fotoempfindlichen OPOHements traten im Veriauf des 

Druckens von 20 000 Bftttern auL 

[Beispiele 1 bis 9 und Vergleichsbeispiele 1 bis 9] 
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Tabellen 1 und 2 aufgefuhrt sind, erhalten wurden. 

Zu diesen Copolymerkautschuken wurden ihre entsprechenden unges&ttigten Kautschuke, wie in den Tabel- 
len 1 und 2 aufgefuhrt, zugegeben, und Calciumcarbonat wurde zu diesen Kautschukkomponenten in einem 
Verhiltnis von 20 Gewichtsteilen pro 100 Gewichtsteile Kautschukkomponente zugegeben. Die entsprechenden 

5 Vulkanisationssysteme und andere Additive, die in den Tabellen 1 und 2 aufgefuhrt sind, wurden zur Herstellung 
von Kautschukzusammensetzungen zugegebea 

Die Zusammensetzungen der Copolymerkautschuke und die Compoundierungsverhaltnisse der einzelnen 
Bestandteile sind in den Tabellen 1 und 2 angegeben. In den Tabellen 1 und 2 werden die Zusammensetzungen 
der Copolymerkautschuke in mol% der individuellen Comonomeren angegeben, und die Mischverhaltnisse des 

to Copolymerkautschuks zu dem ungesattigten Kautschuk sind durch Gew.-% der individuellen Kautschukkompo- 
nenten ausgedruckt Die Compoundierungsverhaltnisse der Vulkanisationssysteme und anderer Zusatzstoffe 
sindals Gewichtsteile pro 100 Gewichtsteile Kautschukkomponente angegeben. 

Die in den obigen Beispielen und Vergleichsbeispielen erhaltenen K^utschukzusammensetzungen wurden 
getrennt in einer WalzenmGhle unter Bfldung von Platten verknetet Die so gebildeten Platten wurden bei 150° C 

15 wahrend 30 min vulkanisiert, wobei vulkanisierte Kautschukplatten 2 mm dick erhalten wurden. Der elektrische 
Widerstand, die Feuchtigkeitsabsorptk)n(Hygroskopizrtat), dieHarte,die Kontamination des fotoempfindlichen 
OPC-Elements und die Druckfestigkeit von jedem der \oilkanisierten Kautschukplatten, die so erhalten wurden, 
wurden entsprechend den oben beschriebenen Verfahren gemessen. Die Ergebnisse der Messung der Knetzeit 
der entsprechenden Kautschukzusammensetzungen sind ebenfalls kollektiv angegeben. Die Ergebnisse sind in 

20 den Tabellen 1 und 2 angegeben. 
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Tabelle 1 



Beispiel 



Copolyraerkautschuk 75 
(Gewichtsteile) 

<Monomerzusammensetzung, mol%> 

Ethyl enox id 46 

Propylenoxid 10 

Epichlorhydrin 40 

Allylglycidylether 4 



75 



46 
10 
40 
4 



70 



46 
10 
40 
4 



75 



46 
10 
40 

4- 



75 



46 
10 
40 
4 



80 



46 
10 
40 
4 



75 



31 
25 
40 
4 



75 



56 

40 
4 



t jngesatt iot.gr Kautschuk (Gewichtsteile): 



NBR 

Hydrierter NBR 
EPDM 

Ch 1 oroprenkautschuk 

NBIR 

SBR 



(* 5 ) 
(6) 



25 



25 



25 



25 



30 



25 



25 



20 



vy } kani sati o n^it.tpl f Gewichtstei lei ;, 
Schwefel X J 5 ,lf 



Viilkanisatinnsbgschle 'migpr fGewichtsteileh 



Tetraraethy 1 th i uram - 
Disulfid 

Aprtere Additive ( Gew ichtsteile) 



3-r 5 



Stearinsaure 
Zinkoxid 
Calciumcarbonat 
Antioxidans 22f\ 



(*7) 



1 
5 
20 
1 



1,5 



1 
5 
20 
1 



1,5 



1 
5 
20 
1 



1,5 1,5 1,5 
1,5 



h 5 



1 
5 
20 
1 



1 
5 
20 
1 



!t 5 



1 
5 
20 
1 



1.5 
1 ? 5 



1 
5 
20 
1 



1,5 



1,5 



1 
5 
20 
1 



Knetzeit (rain) 



30 



35 



30 



30 



30 



30 



30 



35 



pp flertuno tier Platte: 
Elektrischer Widerstand 

LL (a-cm) 

Elektrischer Widerstand 

HH (fl-cm) 

Hygroskopizitat (%) 
Harte (Typ=.Duro A) (Grad) 
[Contamination des foto- 
empf indiichen Elements 



5X 7 
10 7 

10 6 
0,2 
45 

A 



2x s 

10 s 
8X 

10 7 
0,3 
48 

A 



3X. 
10 

8X 
10 
0,3 
43 

A 



5X 7 
10 7 

9x 
10 6 

0,2 

46 

A 



5X 7 
10" 

8X 6 
10 6 

0,3 

45 

A 



4X. 

10 
6X 

10 
0,2 
46 

A 



3X 
10' 

io" 

0,2 
48 

A 



8X 
10* 
2X 
10* 
0,5 
43 

A 



Acrylnitril-Butadien^polymerkautschuk rait einem Acrylnhrilgehalt von 33Gew.-% und etoer Iodzahl von 

Hydri^r^r^^-Butadien^polymerkautschuk mit einem Acrylnitrilgehalt von 36 Gew.-% und einer 

Iodzahl von 28. 

SS^opylencydopentadien-Copolymerkautschut Warenzeicfaen "EPDM 1035', Produkt von Mitsui Pe- 
tro chemical Industries, Ltd. 

(*4):Chloroprenkautschuk: u-i-xr-u 
Warenzeichen "Chloropren PS-4C, Produkt von Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha. 
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ASSS-Butadien-Isopren-Copolymerkautschuk, Warenzeichen T>N 1201", Produkt von Nippon Zeon 
Ltd. 

( *S) SBR* 

5 Styrol-Butadien-Copolymerkautschuk, Warenzeichen "Nipol 1500", Produkt von Nippon Zeon Co, Ltd 
(*7)Antioxidans224: . . 

Polymerisiertes Trimethyldihydrochinolin, Produkt von Ouchi-Shinko Chemical Industnal Co, Ltd. 
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Tabelle 2 



Vergleichsbeispiel 



Copolymerkautschuk 75 75 75 

(Gewichtsteile) 

<Monomerzusammensetzung, mol%> 
Ethyl enox id 
Propyl enoxid 
Epichlorhydrin 
Allylglycidylether 

ii n » ; ri itMcit.er Kautscbilk. (Gewichtsteile): 



75 

21 

75 
4 



75 

76 

20 
4 



26 
46 
24 
4 



NBR (*J 

Hydrierter NBR (*2 

EPDM U 3 ) 

Chloroprenkautschuk ( A 4) 

NBIR - 

SBR ( 6 J 



25 



25 



25 



75 

40 
60 



25 



75 

32 

51 
17 



25 



75 



46 
10 
40 
4 



75 



46 
10 
40 
4 



25 



25 



75 



46 
10 
40 
4 



100 



46 
10 
40 
4 



25 



ytillfanisatifn^niittel (Cpwirhtsteile) : 



If* 



1,5 1,5 



Schwefel 

2-Hercaptoiraidazol in 
Diethyl hams toff 
Tri ethyl entetrarain 



3,0 



l / 5 



3,0 



2 ; 0 



Tetramethylthiurara - 
Disulfid 

Benzothiazyldisulfid 
/v n riprp Add^ .ivB fEewirhtstejle): 



1,5 



1.1 5 



Zinkstearat 
Stearins aure 
Bleiniennige 
Zinkoxid 
Calciumcarbonat 
Antioxidans NBC ^ 
Antioxidans 224 (7) 



Knetzeit (min) 



• 5 
20 



30 



5 
20 



35 



h 5 



5 
20 



30 



1,5 



5 
20 



30 



h 5 



h 5 



5 
20 



3,0 



1 

5 

20 
1 



1 

5 

20 
1 



1 

5 

20 
1 



5 
20 



30 



30 



30 



35 



70 



ppwertunq Her Platte: 
Elektrischer Widerstand 

LL (O-cm) 
Elektrischer Widerstand 

HH (C2-cm) 
Hygroskopizitat (%) 
Harte (Typ Duro A) (Grad) 
Kontami nation des fotp- 
empfindlichen Elements 



10 s 
8X 
10" 3 
0,2 
75 



8X 
10 7 

2X c 
10- 

0,9 

38 



10 8 

10 £ 
0,3 
50 



3X 
10 

4x 
10 

0,2 
48 

C 



5X 
10 8 

9X 
10? 

0,2 

45 

C 



6X 
10 

8X 
10 

0,3 

44 

C 



10 7 

9X ( 
10- 

0,2 

45 

A 



(•1) bis (-7) haben die gleiche Bedeutung wie in Tabelle 1. 

(~8) Antioxidans NBC: 

Nickeldibutyldithiocarbamat, Product von 

Sumitomo Chemical Co., Ltd. 
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Die unter Verwendung der Kautschukzusamrnensetzungen der Beispiele 1 bis 9 erhaltenen vulkanisierten 
Kautschukplatten variierten nur in der GroBenordnung von 1 im elektrischen Widerstand zwischen den LL-Be- 
dingungen und den HH-Bedingungen, und jede Platte hatte einen maBigen elektrischen Widerstand. Es ist 
ebenso sicher zu sagen, daB die Abhangigkeit des elektrischen Widerstands von der Umgebung gering war. 
Diese vulkanisierten Kautschukplatten besitzen ebenfalls eine niedrige Hygroskopizitat und eine maBige Harte. 
Bei diesen vulkanisierten Kautschukplatten wurde keine besondere Verunreinigung der fotoempfindiichen 
OPC-Elemente beobachtet Die Kautschukzusamrnensetzungen der Beispiele 1 bis 9 besaBen eine ausgezeichne- 
te Verarbeitbarkeit, was durch die Tatsache demonstriert wurde, daB die Knetzeit, wahrend der die Kautschuk- 
masse ausreichend geknetet werden muB, urn die Bildung einer Platte zu ermoglichen, so kurz wie 30 bis 35 min 
war. Die Kautschukmassen der Beispiele 1 bis 9 ergeben noch bessere Kautschukmassen, wenn Ethylenoxid und 
Propylenoxid gemeinsam im Copolymerkautschuk (A) verwendet werden. Die verschiedenen Eigenschaften der 
Massen sind dann verbessert 

Wenn Massen der Copolymerkautschuke auBerhalb des Bereichs des Copolymerkautschuks (A) gem5B der 
vorliegenden Erfindung (Vergleichsbeispiele 1 bis 8) und wenn Kautschukmassen, die keinen ungesattigten 
Kautschuk (B) enthalten (Vergleichsbeispiel 9\ verwendet werden, werden die folgenden in Einzelheiten be- 
schriebenen Ergebnisse erhalten. Diese Beispiele zeigen, daB sie fur die praktische Verwendung als Entwick- 
lungswalzen ungeeignet sind. 

Bei der Platte von Vergleichsbeispiel 1, bei dem ein Copolymerkautschuk mh solcher Zusammensetzung 
verwendet wurde, daB Epichlorhydrin in einer Menge von mehr als 70 mol% vorhanden war, waren der 
elektrische Widerstand und die Abhangigkeit des elektrischen Widerstands von der Umgebung sehr hoch, und 
weiterhin war die Harte ebenfalls sehr hoch- Bei Vergleichsbeispiel 2, bei dem der Copolymerkautschuk mit 
einer Zusammensetzung verwendet wurde, bei der Ethylenoxid in einer Menge yon uber 70 mol% vorhanden 
war, waren die Abhangigkeit des elektrischen Widerstands von der Umgebung und die Hygroskopizitat hoch. 
Bei Vergleichsbeispiel 3, bei dem ein Copolymerkautschuk mit einer Zusammensetzung verwendet wurde, bei 
dem die Alkylenoxid-Comonomeren in einer Menge von Qber 70 mol% enthalten waren, unterschieden sich die 
elektrischen Widerstandswerte stark zwischen den LL-Bedingungen und den HH-Bedingungen. Bei Vergleichs- 
beispiel 4, bei dem ein Copolymerkautschuk mit einer solchen Zusammensetzung verwendet wurde, daB kein 
Allylgiycidylether vorhanden war, konnte keine glatte vulkanisierte Kautschukplatte erhalten werden, Bei 
Vergleichsbeispiel 5, bei dem ein Copolymerkautschuk mh einer Zusammensetzung verwendet wurde, daB 17 
moI% Allylgiycidylether vorhanden waren, konnte eine glatte Kautschukplatte nicht erhalten werden. Die 
Bewertung der Eigenschaften erfolgte daher bei den Vergleichsbeispielen 4 und 5 nicht In den Vergleichsbei- 
spielen 6 bis 8, bei denen das Vulkanisationssystem ein Thioharnstoff- oder Aininsystem war, wurde eine 
{Contamination des fotoempfindiichen OPC-Elements mit der vulkanisierten Kautschukplatte beobachtet Bei 
Vergleichsbeispiel 9, bei dem kein gesattigter Kautschuk (B) zugegeben wurde, besaB die Kautschukzusammen- 
setzung eine schlechte Verarbeitbarkeit, was durch die Knetzeit demonstriert wurde, da die Kautschukzusam- 
mensetzung, um die Bildung einer Platte zu ermoglichen, so lange wie 70 min verknetet werden muBte. 

[Beispiel 10] 

Es wurden verschiedene Oberflachenbehandlungsversuche mit den vulkanisierten Kautschukplatten, die aus 
der Kautschukmasse von Beispiel 2 hergestellt wurden, durchgefuhrt 

Nachdem die vulkanisierte Kautschukplatte mit einer Schleif- bzw. Poliervorrichtung auf eine Oberflachen- 
rauheit von hochstens 20 um poliert worden war, wurde die so polierte vulkanisierte Kautschukplatte ultravio- 
letten Strahlen wahrend 2 min aus einer Ultraviolettlampe (Wellenlange: etwa 280 nm) mit einem Lampen-Out- 
put von 80 W/cm und einer Nennleistung von 4 kW 12 cm entfernt von der Hatte ausgesetzt 

Eine Form fur eine Walze, in die ein Kemstab vorab eingesetzt worden war, wurde mit der Kautschukmasse 
von Beispiel 2 beschickt, und dann wurde die Kautschukmasse bei 155° C wahrend 30 min vuBcanisiert, wobei 
eine mit Gummi beschichtete Wake erhalten wurde. Nachdem die Oberflache dieser mh Gummi beschichteten 
Walze auf eine Oberflachenrauheit von hochstens 20 jim poliert worden war, wurde die so polierte, mh Gummi 
beschichtete Walze ultravioletten Strahlen wahrend 2 min aus einer Ultraviolettenlampe (Wellenlange: etwa 
280 nm) mit einem Lampen-Output von 80 W/cm und einer Nennleistung von 4 kW 12 cm entfernt von der mit 
Gummi beschichteten Walze ausgesetzt Die Bestrahlung mit ultraviolettem Licht erfolgte, wahrend die mit 
Gummi beschichtete Walze um die Lampe gedreht wurde, 

Nach der Bestrahlung mit ultraviolettem Licht wurde eine Entwicklungswalze in der Bilderzeugungsvorrich- 
tung, die bei einem nichtmagnetischen Ein-Komponenten-Entwicklungsverfahren verwendet wurde, durch die 
so behandelte, mit Gummi beschichtete Walze ersetzt, und dann wurden die Bildeigenschaften der Walze 
(Bilddichte, Grad der Schleierbildung auf dem fotoempfindiichen Element, Kontamination des fotoempfindii- 
chen OPC-Hements) und dergleichen mit einem im wesentlichen spharischen, nichtmagnetischen Ein-Kompo- 
nenten-Entwickler mit solchen physikalischen Eigenschaften, daB der volumendurchschnittliche Teilchendurch- 
messer (dv) 7 um betrug, das Verhaltnis (dv/dn) des volumendurcfechnittiichen TeDchendurchmesser (dv) zu 
dem zahlendurchschnittlichen Teilchendurchmesser (dn) 1,1 betrug, der Quotient (Sc/Sr), erhalten durch Divi- 
sion der Flache (Sc) des Kreises unter der Annahme, daB die absolute Lange des Teilchens der Durchmesser ist, 
durch die reale projizierte Flache (Sr) des Teilchens 1^)8 betrug, das Produkt (AxdnxD) von der spezifischen 
Oberflache (A) [m 2 /gj bestimmt gemaB dem BET-Verfahren, von dem zaUendurchscmnittlichen Teilchendurch- 
messer (dn) [|im] und von dem wahren spezifischen Gewicht (D) 7 betrug und das Verhaltnis (Q/A) der 
Ladungsmenge (Q) [>C/g] zu der spezifischen Oberflache (A) 105 betrug, bewertet Die Ergebnisse sind in 
Tabelle 3 angegeben. 
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[Beispiel 11] 

Eine Kautschukplatte und eine leitfahige Walze wurden auf gleiche Weise, wie in Beispiel 10 beschrieben, 
erhalten, ausgenommen, daB die Bestrahlungsbehandlung mit ultraviolettem Licht in Beispiel 10 zu der folgen- 
den Ozonbehandlung geandert wurde. _ 

Ozonbehandlung: Die vulkanisierte Kautschukplatte wurde 1 h emer Atmosphare, welche Ozon in einer 
Konzentration von etwa 20 pphm ( x 1 0" 8 ) enthielt, bei einer Temperatur von 40°C stehengelassen. 

[Beispiel 12] 

Eine Kautschukplatte und eine leitfahige Walze wurden auf gleiche Weise, wie in Beispiel 10 beschrieben, 
erhalten, ausgenommen, dafi die Behandlung durch Bestrahlung mit ultraviolettem Licht von Beispiel 10 zu der 
folgenden Anwendung einer reaktiven Siliconverbindung verandert wurde. 

Anwendung der reaktiven Sfficonverbindung: Eine 10%ige Losung in Ethyiacetat der Siliconverbmdung, zu 
der ein Isocyanat zugegeben worden war, wurde auf die Oberflache der vulkanisierten Kautschukplatte aufge- 
tragen, und die Kautschukplatte wurde an der Luft getrocknet und dann der Warmebehandlung bei 100°C 
wahrend 1 h unterworf en. 

[Beispiel 13] 

Eine Kautschukplatte und eine leitfahige Wake wurden auf gleiche Weise, wie in Beispiel 10 beschrieben, 
behandelt, ausgenommen, daB die Behandlung durch Bestrahlung mit ultraviolettem Licht von Beispiel 10 zu der 
folgenden Anwendung einer reaktiven Fluorverbindung geandert wurde. 

Anwendung der reaktiven Fluorverbindung: Eine 10%ige Losung in Ethyiacetat der Ruorverbindung, zu der 
ein Isocyanat zugegeben worden war, wurde auf die Oberflache der vulkanisierten Kautschukplatte aufgetra- 
gen, und die Kautschukplatte wurde an der Luft getrocknet und dann einer Warmebehandlung bei 100°C 
wahrend 1 h unterworf en. 

Die entsprechenden vulkanisierten Kautschukplatten, die den verschiedenen Oberflachenbehandlungen un- 
terworfen worden waren, wurden getrennt an der Oberflache eines fotoempfindlichen OPC-Hements zur 
Bewertung der Neigung, urn das fotoempfindiiche Element zu kontaminieren, angebrachL Wurde erne mchtbe- 
handelte vulkanisierte Kautschukplatte verwendet, so wurde am 18. Tag eine geringe Kontaminatkm des 
fotoempfindlichen OPC-Elements beobachtet Wenn die vulkanisierten Kautschukplatten, die den entsprechen- 
den Oberflachenbehandlungen unterworfen worden waren, getrennt verwendet wurden, wurde keine Oberfla- 
chenkontamination des fotoempfindlichen OPC-Hements beobachtet, selbst nachdem drei Wochen nach der 
Anbringung vergangen waren. Sowohl bei der nichtbehandelten, mit Gummi bedeckten Walze als auch bei den 
behandelten, mit Gummi bedeckten Walzen war die Bflddichte zu Beginn des Druckens, selbst nachdem 20 000 
Blatter bedruckt waren, gleich ^ilddichte: AX und es wurde kaum ein Schleier beobachtet (Grad des Schleiers 
auf dem fotoempfindlichen Element: AX Zusatziich wurde kaum eine Oberflachenkontaminadon des fotoemp- 
findlichen OPC-Elements beobachtet, wenn eine nichtbehandelte, mit Gummi beschichtete Walze verwendet 
wurde (Kontamination des fotoempfindlichen OPC-Elements: AX Wenn die rah Gummi beschichteten Walzen, 
die Oberflachenbehandlungen unterworfen worden waren, getrennt verwendet wurden, wurde in alien Fallen 
keine Oberflachenkontaminadon beobachtet (Kontamination des fotoempfindlichen OPC-Elements: AX 

[Beispielel4bisl8] 

Kautschukplatten und Ieitende Walzen wurden auf gleiche Weise, wie in Beispiel 10 beschrieben, erhalten, 
ausgenommen, daB die in Beispiel 10 verwendete Kautschukmasse so geandert wurde, daB Kautschukmassen 
mit den entsprechenden Rezepturen, wie in TabeDe 3 angegeben, verwendet wurden. Die Ergebmsse inrer 
Bewertung sind in TabeDe 3 angegeben. 
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Tabelle 3 





Beispiel 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


rnnnl vmerkautscbuk; 

(Gewichtsteile) 
<Monomerzusaramensetzung, mo 15 
Ethyl enox id 
Propyl enox id 
Epichlorhydrin 
Allylglycidy Tether 


75 

46 
10 
40 
4 


75 

46 
10 
40 
4 


75 

46 
10 
40 
4 


75 

46 
10. 
40 
4 


65 

46 
10 
40 
4 


50 

31 
15 
50 
4 


35 

46 
10 
40 
4 


75 

10 
46 
40 
4 


75 

10 
42 
40 
8 


Unaesattioter Kautjchuk fGewi 


chtst* 






25 


35 


50 


65 


25 


25 


NBR (*1) 
Hydrierter NBR ( 2) 


25 


25 


25 


Vtilkani^ationsmittel f Gewichtstei le) : \ 


h 5 

ile): 
^I 5 

1 
5 
20 
1 


It 5 

1 
5 
20 
1 


0 7 5 

1 
5 
20 
1 


0,5 

1,0 

1 
5 
20 
1 


0,5 

1,0 

1 
5 
20 
1 


l r 0 

1 
5 
20 
1 


1* 0 
7 

1 ;° 

1 
5 
20 
1 


Schwefel * 
DCP £ 9) 
BPIB (*10) 
BPMA ( 11) 

Vulkanisationsbeschleuniaer f 


If* 
Gewic 

e): 
l 
5 
20 
1 


itste 
^ 5 

1 
5 
20 

1 . 


Tetramethylthiuram - 
Disulfid 

Phenylbismaleimid 

Apdere Additive f Gewichtstei! 

Stearinsaure 

Zinkoxid 

Calciumcarbonat 

Antioxidans 224 ( 7) 


Knetzeit (min) 


35 


35 


35 


35 


35 


30 


30 


30 


30 


Bewertuno der Platten: 
Elektrischer Hiderstand 

LL (crcm) 
Elektrischer Widerstand 

HH (O-cm) 
Hygroskopizitat [%) 
Harte (Typ Duro A) (Grad) 
Kontarai nation des fotoemp- 
findlichen.. ; - Elements 
Rewertuna des Bildes: 
Bilddichte 
Schleier 
Druckfestigkeit 
[Contamination des foto-" 
empfindlichen Elements 
mit der Maize 


3X 
10 8 

9X 
10 7 
0,3 
49 

AA 

A 
A 
AA 

A 


4X 

10 8 
9x 

10 7 
0,3 
49 

AA 

A 
A 
A 

A 


3X 

10* 
8X 

10 8 
0,1 
50 

AA 

A 
A 
A 

A 


3X 

10? 
7x 

10 8 
0,2 
50 

AA 

A 
A 
A 

A 


3X 

10 8 
5X 

10 7 
0,2 
46 

AA 

A 
AA 
A 

AA 


5X 

10 8 
7x 

10 7 
0,2 
46 

AA 

A 
AA 
AA 

AA 


5x 

10? 
8X 

10 8 
0,1 
45 

AA 

A 
AA 
AA 

AA 


5X 
10 7 

8X 
10 6 
0,2 
45 

AA 

A 
AA 
AA 

AA 


7X 
10? 

9X 
10 8 
0,3 
45 

AA 

A 
AA 
AA 

AA 



(~l)r ("2) und (~7) besitzen die gleiche Bedeutung wie oben 



angegeben. 

( w 9 ) Dicumylperoxid . 

( ~10 ) Di ( t-butylperoxy) diisopropylbenzol . 

( ~11 ) 2, 5-Di-t-butylperoxy-2 , 5-dimethylhexan . 
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Am den obieen Ergebnissen folgt, daB die Entwicklungswake, die aus den jeweiligen mit Gummi besduchte- 
> J ^™«£Ls2£i Waken Tbesteht, das fotoempfindliche Element nicht kontamuuert emen medngen 
St£3£33Sf WiSSd bSS eme niedrii Abhangigkeit des elektrischen Widerstands von der 
Umgebung und eine niedrigeHarte besitzt 

Patentanspriiche 

1 Mit Gummi bescbichtete Wake solcher Struktur, daB auf der Oberflache eines wakenartigen Gnindma- 
eriareb^ununischicht gebildet worden ist, dadurch gekeunze.clmet, daB die Gum^J^ erne 
Schicht ist, die aus einem Vulkanisat einer Kautschukmasse gebildet worden Gew,% 
Cooolvmerkautscbuk (A\ erhalten durch Copolymerisafton von 28 bis 70 moi% Alkylenoxid, 28 bis 70 
mo^MohTdrJid 2 bis 15 mol% ethyle^ch ungesattigten Epoxid, und 5 bis 75 Gew,% ungesatbg- 

T£SS£SSL Walze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das Alkylenoxid mmde- 

stens eines ist ausgewahit aus der Gruppe, bestehend aus Ethyienoxid und Propyienoxid. 

f St bescbichtete Walze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das Epihalohydnn 

KS SnSScbichtete Walze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichneUaB das «<M»dni|g» 
tigte Epoxid mindestens eine Verbindung ist. ausgewahit aus der Gruppe, bestehend aus Mylglyodylether, 

(A) durch Copolymerisation von 28 bis 70 mol% mindestens ernes Al^enoxJ, ausgew^t aus der 
GrappeTbestehendaus Ethyienoxid und Propyienoxid, 28 bis 70 mol% E pi chlorhydnn und 2 bis 15 mol% 
S P nbch ungesattigtem Epoxid, ausgewahit aus der Gruppe, bestehend aus MylglycKiylether, Glyadyl- 
methacrylat, Glycidylacrylat und Butadienmonoxid, erhalten worden ist ■ „ n „ MSttJ<rt „ Kat . 

6. Mit Gummi bescbichtete Wake nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der ungesattigte Kau- 
tschuk (B) eine Iodzahl von 3 bis 500 besitzt / , n . „ . 

TS E beschichtete Wake nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daB der unge^gteKau- 
techuk (B) mindestens ein ungesattigter Kautschuk ist, ausgewahit aus der Gruppe, bestehend aus Aoyfan- 

A^tril-Isopren-Copolymerkautschuk, AcrytaitrU-Butadlen-^ 

toSoopolynwrkauSk, Butadienkautschuk, Isoprenkautschuk und teihveise hydnerteu Produkten 

f MkSuSfeihichtete Wake nach Anspruch 1, dadurch geke^eictaet daB der^attigte Kau- 
tschuk (B) ein Acrylnitril-Butadien-Copolymerkaiitschuk oder em teuweise hydnertes Produkt davonist 

GunS beschichtete Wake nach Anspruch 1, dadurch gekennze chnet, daB die aus dem VuB^msat 
der Kautschukmasse gebildete Schicht eine Schicht ist, die aus vulkanis.ertem Kautschuk f b^^"* en 
bl cS durch Vulkan^ation der Kautschukmasse mit einem Vulkanisauonsmittel des Schwefeltyps oder 

St^ffciS 

Oberflachenbehandlung durch ultraviolette Bestrahiung, der Emwkung von Ozon, der Anwendung emer 
reakdv^rsminvertodung oder der Anwendung einer reaktiven Fluorverbmdung unterworfen worden 

n Mit Gummi bescbichtete Wake nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daB die Kautschukschicht 
der Oberflachenbehandlung nach ihrer Polierung unterworfen worden ist _,„,.__.,, 
12 Mit Gummi beschichtefe Wake nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet daB 4e EntwicUung^wake 
in Kontaktmit dem fotoempfindlichen Element in einer Buderzeugungsvornchtong, m der em elekttwtod- 
Sheslatentes Bild auf dem fotoempfindlichen Element zu einem sichtbaren Bud nut einem Entwrckler 

^ake nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daB eine Lad^ake in 
Kontalctinitdemfotoempfmdl^ 

ekktto«ausches latent* BUd auf dem fotoempfindlichen Element zu emem sichtbaren Bud mit einem 

U wSSSSSS^ Bauart, daB ein fotoempfindliches Element und eine Entwicklungs- 

w^e£^3miteinan^angeordnet sind, und wobei ein elek^sUUsches 
fotoempfindlichen Element gebildet wurde, zu einem sichtbaren Bild mi emem mchtma 
Komoonenten-Entwickler, der einhekHch auf der Oberflache der Entwicklungswake aufgetragen worden 
SeKckelt wu^durch gekennzeichnet, daB die Entwicklungswake aus emer mit Gummi bwbdite- 
SwakfbesStdie durch Bildung auf der Oberflache eines wakenartgen Matenab, einer Sducht aus 
einem Vulkanisat einer Kautschukzusammensetzung, welche 25 bis 95_ Gew,%^potymerkautschuk (A£ 
Serd^Tcopolymerisation von 28 bis 70 m oM Alkylenoxid, 28 b* 70 moI% Epihalo ^mjnd bis 
?5 mol% emylenischWsattigtem Epoxid, und 5 bis 75 Gew,% ungesattigten Kautschuk (B) enthah, 

ifMderzeugu^^orrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet daB die Bade^eugungsvornch- 
umg ebenfaflTmit einer Ladungswake ausgertstet ist die in Kontakt nut dem fotoempfmdhchen Oemen 
Smen mit der Entwicklungswake angeordnet ist und wobe. die ladungswake aus der mit Gummi 

SSuSu^aSe 6 rufnt Gummi beschichtete Waken, enthaltend 100 GewichtsteDe einer Kautschuk- 
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komponente, welche 25 bis 95 Gew.-% Copolymerkautschuk (A), erhalten durch Copoiymerisation von 28 
bis 70 mol% Alkylenoxid, 28 bis 70 mo1% Epihalohydrin und 2 bis 15 moI% ethylenisch ungesSttigtem 
Epoxid, und 5 bis 75 Gew.-% ungesattigten Kautschuk (B) enthalt, und 0,1 bis 5 Gew.-% eines Vulkanisa- 
tionsmittels, bestehend aus einem Vulkanisationsmittel des Schwefeltypsoder einem Peroxid. 



Hierzu 1 Seite(n) ZeichBungen 
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